/VEJRTRAG UBEK DIE INTERNATIONALE ZUSAMwieN ARBEIT AUF DEM 
^ <^ GEBIET DES PATENTWESENS 




PCT 



RECD 1 8 DEC 2001 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSiffe RICHT FCT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
IHP.185.PCT 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/I PEA/41 6) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE00/02491 



Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
28/07/2000 



Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
26/08/1999 



Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
H01L21/205 



Anmelder 

INSTITUT FUR HALBLEITERPHYSIK... et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaG Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangeinde Einheitlichkeit der Erfindung ^ 

V S Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische^ Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser FestsSjlung "^O 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen ^ ^ 

VII H Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung — rQ 

VIII El Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung . : 

o 



ft * 

72 



Datum der Einreichung des Antrags 
17/03/2001 


CO 

Datum der Fertigstellung dieses Berichts o 

14.12.2001 I 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: 449 89 2399 - 4465 


Bevoilmachtigter Bediensteter ^££££§v 
Kuszteian, L (1 j) 

Tel. Nr. +49 89 2399 2479 ^ 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/0249 1 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der international Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine f 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts a/s "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weii sie keine Anderungen enthaiten (Regeln 70 16 und 70 1 7)Y ; 
Beschreibung, Seiten: " * < 

1-9 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-18 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/3-3/3 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthaiten ist. 

. □ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. * 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den f 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. I 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 
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□ Beschreibung, Selten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der urspriinglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


5-18 


Nein: 


Anspruche 


1-4 


Erfinderische Tatigkeit (ET) 


Ja: 


Anspruche 


5-18 




Nein: 


Anspruche 


1-4 


Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 


Ja: 


Anspruche 


1-18 




Nein: 


Anspruche 





2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die Internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 
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1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1: US-A-5051786 

D2: ABDUL-RAHIM A I ET AL: 'Improved control of polysilicon emitter 
interfacial oxide using a UHV-compatible LPCVD cluster tool' IEEE 
MTT/ED/AP/LEO SOCIETIES JOINT CHAPTER UNITED KINGDOM AND 
REPUBLIC OF IRELAND SECTION. 1997 WORKSHOP ON HIGH 
PERFORMANCE ELECTRON DEVICES FOR MICROWAVE AND 
OPTOELECTRONIC APPLICATIONS. EDMO (CAT. NO.97TH8305), IEEE 
MTT/ED/AP/LEO SOCIETIES JOINT C, Seiten 232-236, XP0021 56028 
1997, New York, NY, USA, IEEE, USA ISBN: 0-7803-4135-X 
D3: AGNELLO P D ET AL: 'CONDITIONS FOR AN OXIDE-FREE SI 
SURFACE FOR LOW-TEMPERATURE PROCESSING: STEADY-STATE 
BOUNDARY' JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL 
SOCIETY,US,ELECTROCHEMICAL SOCIETY. MANCHESTER, NEW 
HAMPSHIRE, Bd. 139, Nr. 10, 1. Oktober 1992 (1992-10-01), Seiten 2929- 
2934, XP000359004 ISSN: 0013-4651 in der Anmeldung erwahnt 
D4: LIPPERT G ET AL: 'Optimized processing for differentially molecular 
beam epitaxy-grown SiGe(C) devices' PREPARATION AND 
CHARACTERIZATION.NL.ELSEVIER SEQUOIA, Bd. 321, Nr. 1-2, 26. Mai 
1998 (1998-05-26), Seiten 21-25, XP004147888 ISSN: 0040-6090 
D5: WEIR B E ET AL: 'LOW-TEMPERATURE HOMOEPITAXY ON 
Sl(111)' APPLIED PHYSICS LETTERS,US,AMERICAN INSTITUTE OF 
PHYSICS. NEW YORK, Bd. 59, Nr. 2, 8. Juli 1991 (1991-07-08), Seiten 
204-206, XP000230501 ISSN: 0003-6951 

Abschnitte VIII und V 

Die Anmeldung erfullt die Erfordernisse des Artikels 6 nicht, weil die Anspruche 
1 und 10 nicht klar sind. 

1.1 Die in dem Anspruch 1 benutzten Ausdrucke "polykristallinen und 
amorphen Schicht"."eptiktischen, einkrystallinen Anwachsschicht", sind 
vage und unklar und lassen den Leser uber die Bedeutung der 
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betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Dies hat zur Folge, 
daB die Definition des Gegenstands dieses Anspruchs nicht klar ist (Artikel 
6 PCT). 

Der Anspruch 1 enthalt das Hinweis, daB "oberhalb einer epitaktischen, 
einkristallinen Anwachsschicht in einer polykristalline und/ oder amorphe 
Schicht umschlagt". Da die Struktur einer polykristallinen und amorphen 
Schicht ungewiB ist, enthalt der Fachmann nur unzureichende Information 
bezuglich der beanspruchten Struktur. 

In dieser Hinsicht wird auf D1 verwiesen, wo die Struktur von sowohl 
polykristallinen als auch amorphen Schichten beschrieben ist, wobei sie so 
unterschiedlich sind, daB die Struktur einer polykristallinen und amorphen 
Schicht nicht zweifelsfrei vorgestellt werden kann (vgl. Spalte 1 , Zeilen 15- 
40, Spalte 2, Zeilen 43-68 und Spalte 6, Zeilen 59-61). 

AuBerdem, aus dem Definition "einer epitaktischen, einkristallinen 
Anwachsschicht in einer polykristalline Schicht umschlagt", enthalt der 
Fachmann aus folgenden Grunden keine eindeutigen Information 
bezuglich der beanspruchten Struktur. Aus D2 ist entnommen worden, daB 
Gitterdefekten auch in hoheren Konzentrationen und in verschiedenen 
Formen und Umfang in epitaktischen, einkristallinen Anwachsschicht selbst 
bei einer nahezu perfekte Grenzflache vorhanden sind, siehe D2 Figur 3 
und "Results and discussion" zweiten und sechsten Absatze, oder D4, 
Zusammenfassung. 

Folglich kann nicht zweifelsfrei vorgestellt werden, welche Eigenschaften 
der beanspruchten Schicht-Kombinationen haben sollte. 

1.2 Daruber hinaus wird in den nachfolgenden Absatze darauf hingewiesen, 
das diese Definitionen nicht geeignet ist, die Erfindung vom 
nachgewiesenen Stand der Technik zu unterscheiden. 
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In D2 (siehe Figur 3 und den dazugehorigen Text) ist eine Emitter- 
Schichtstruktur fur Si-basierende bipolar Transistoren vorveroffentlicht 
worden, die lokal eine diinnen Oxidschicht enthalt, siehe Figur 5 "broken 
interface". Die epitaktische Schicht ist aus einer polykristallinen Schicht 
rekristallisiert, welche Rekristallisation in Bereich der Grenzflache anfangt 
(siehe Seite 234, zweiter Absatz). Folglich ist anzunehmen, daB eine 
Abgrenzung zwischen der beiden Schichten vorhanden sein muB, 
zumindest bei verschiedenen Temperungen der Struktur (siehe D2 "emitter 
drive-in") Oder in der Bereich der Oberflache, wo ein Ubergangsbereich zu 
einer polykristallinen Oder amorphen Struktur automatisch entstehen muB, 
siehe D5, Figur 4 und den dazugehorigen Text, Art.33(2),(3) PCT. 

Im ubrigen ist auf D3 verwiesen, siehe "Results and Discussion", wobei 
eine Abgrenzung zwischen eine epitaktischen und eine polykristalline 
Schicht bei bestimmten Kontaminationen der Grenzflache entstehen muB, 
siehe Art.33(2),(3) PCT. 

Aufgrund dieser Einwande scheint ein Erzeugnisanspruch nicht moglich, 
da die zusatzlichen Merkmale der Anspruche 2-4 aus D1-D4 direkt zu 
entnehmen sind. 

1.3 Das in Anspruch 10 beanspruchten Verfahren benotigt keinen Umschlag 
zu polykristallinem/amorphem Wachstum, welches in Widerspruch zum 
Erzeugnis des Anspruchs 1 steht, Art.6 PCT. 

Dieser Anspruch sollte daher gestrichen werden. 

2. Das in Anspruch 4 beanspruchten Verfahren ist aus dem vorliegenden 
Stand der Technik weder bekannt noch werden sie durch ihn nahegelegt. 
Daher wird vorgeschlagen, einen neuen unabhangigen 
Verfahrensanspruch zu formulieren, siehe die Anspruche 1 und 5. 
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Abschnitt VII 

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in 
der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1,D2,D4 offenbarte 
einschlagige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben. 
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Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE00/02491 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
28/07/2000 


Prioritatsdatum (T ag/Monat/T ag) v * 
26/08/1999 


Internationale Patentklassifikatton (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
H01L21/205 


Anm elder 






INSTITUT FOR HALBLEITERPHYSIK... et al. 







1 . Dieser international e vorlaufige PrGfungsbericht wurde von der mit der internationalen voriaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangeinde Einheitlichkeit der Erfindung 

V S Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII H Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII H Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
17/03/2001 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
14.12.2001 


Name und Postanschrift der mit der Internationalen voriaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
/hh D-80298 Munch en 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter y^^^s^ 
Kusztelan, L f J) 

Tel. Nr. +49 89 2399 2479 
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PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02491 



I. Grundlag des B richts 

1 . Hinslchtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzbfatter, die dem Anmeldeamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-9 ursprungliche Fassung 



Pate ntan sprue he, Nr.: 

1-18 ursprungliche Fassung 



Zeichnungen, Blatter: 

1/3-3/3 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

. □ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. < 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. * 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 
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□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne BerGcksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


5-18 


Nein: 


Anspruche 


1-4 


Erfinderische Tatigkeit (ET) 


Ja: 


Anspruche 


5-18 




Nein: 


Anspruche 


1-4 


Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 


Ja: 


Anspruche 


1-18 




Nein: 


Anspruche 





2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestimmte Mangel der internatlonalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 
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1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1: US-A-5051786 

D2: ABDUL-RAHIM A I ET AL: 'Improved control of polysilicon emitter 
interfacial oxide using a UHV-compatible LPCVD cluster tool' IEEE 
MTT/ED/AP/LEO SOCIETIES JOINT CHAPTER UNITED KINGDOM AND 
REPUBLIC OF IRELAND SECTION. 1997 WORKSHOP ON HIGH 
PERFORMANCE ELECTRON DEVICES FOR MICROWAVE AND 
OPTOELECTRONIC APPLICATIONS. EDMO (CAT. NO.97TH8305), IEEE 
MTT/ED/AP/LEO SOCIETIES JOINT C, Seiten 232-236, XP0021 56028 
1997, New York, NY, USA, IEEE, USA ISBN: 0-7803-41 35-X 
D3: AGNELLO P D ET AL: 'CONDITIONS FOR AN OXIDE-FREE SI 
SURFACE FOR LOW-TEMPERATURE PROCESSING: STEADY-STATE 
BOUNDARY JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL 
SOCIETY.US.ELECTROCHEMICAL SOCIETY. MANCHESTER, NEW 
HAMPSHIRE, Bd. 139, Nr. 10, 1. Oktober 1992 (1992-10-01), Seiten 2929- 
2934, XP000359004 ISSN: 0013-4651 in der Anmeldung erwahnt 
D4: LIPPERT G ET AL: 'Optimized processing for differentially molecular 
beam epitaxy-grown SiGe(C) devices' PREPARATION AND 
CHARACTERIZATION,NL,ELSEVIER SEQUOIA, Bd. 321, Nr. 1-2, 26. Mai 
1998 (1998-05-26), Seiten 21-25, XP0041 47888 ISSN: 0040-6090 
D5: WEIR B E ET AL: 'LOW-TEMPERATURE HOMOEPITAXY ON 
Sl(111)' APPLIED PHYSICS LETTERS, US.AMERICAN INSTITUTE OF 
PHYSICS. NEW YORK, Bd. 59, Nr. 2, 8. Juli 1991 (1991-07-08), Seiten 
204-206, XP000230501 ISSN: 0003-6951 

Abschnitte VIII und V 

Die Anmeldung erfullt die Erfordernisse des Artikels 6 nicht, weil die Anspmche 
1 und 10 nicht klar sind. 

1.1 Die in dem Anspruch 1 benutzten Ausdrucke "polykristallinen und 
amorphen Schicht'V'eptiktischen, einkrystallinen Anwachsschicht", sind 
vage und unklar und lassen den Leser iiber die Bedeutung der 
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betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Dies hat zur Folge, 
r daB die Definition des Gegenstands dieses Anspruchs nicht klar ist (Artikel 

6 PCT). 

i' 

'f 

Der Anspruch 1 enthalt das^Hinweis, daB "oberhalb einer epitaktischen, 
einkristallinen Anwachsschicht in einer polykristalline und/oder amorphe 
Schicht umschlagt". Da die Struktur einer polykristallinen und amorphen 
Schicht ungewiB ist, enthalt der Fachmann nur unzureichende Information 
bezuglich der beanspruchten Struktur. 

In dieser Hinsicht wird auf D1 verwiesen, wo die Struktur von sowohl 
polykristallinen als auch amorphen Schichten beschrieben ist, wobei sie so 
unterschiedlich sind, daB die Struktur einer polykristallinen und amorphen 
Schicht nicht zweifelsfrei vorgestellt werden kann (vgl. Spalte 1 , Zeilen 15- 
40, Spalte 2, Zeilen 43-68 und Spalte 6, Zeilen 59-61). 

AuBerdem, aus dem Definition "einer epitaktischen, einkristallinen 
Anwachsschicht in einer polykristalline Schicht umschlagt", enthalt der 
Fachmann aus folgenden Grunden keine eindeutigen Information 
bezuglich der beanspruchten Struktur. Aus D2 ist entnommen worden, daB 
Gitterdefekten auch in hoheren Konzentrationen und in verschiedenen 
Formen und Umfang in epitaktischen, einkristallinen Anwachsschicht selbst 
bei einer nahezu perfekte Grenzflache vorhanden sind, siehe D2 Figur 3 
und "Results and discussion" zweiten und sechsten Absatze, oder D4, 
Zusammenfassung. 

Folglich kann nicht zweifelsfrei vorgestellt werden, welche Eigenschaften 
der beanspruchten Schicht-Kombinationen haben sollte. 

Daruber hinaus wird in den nachfolgenden Absatze darauf hingewiesen, 
das diese Definitionen nicht geeignet ist, die Erfindung vom 
nachgewiesenen Stand der Technik zu unterscheiden. 



1.2 
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In D2 (siehe Figur 3 und den dazugehorigen Text) ist eine Emitter- 
Schichtstruktur fur Si-basierende bipolar Transistoren vorverdffentlicht 
worden, die lokal eine diinnen Oxidschicht enthalt, siehe Figur 5 "broken 
interface". Die epitaktische Schicht ist aus einer polykristallinen Schicht 
rekristallislert, welche Rekristallisation in Bereich der Grenzflache anfangt 
(siehe Seite 234, zweiter Absatz). Folglich ist anzunehmen, daB eine 
Abgrenzung zwischen der beiden Schichten vorhanden sein muG, 
zumindest bei verschiedenen Temperungen der Struktur (siehe D2 "emitter 
drive-in") oder in der Bereich der Oberflache, wo ein Ubergangsbereich zu 
einer polykristallinen oder amorphen Struktur automatisch entstehen muB, 
siehe D5, Figur 4 und den dazugehorigen Text, Art.33(2),(3) PCT. 

Im ubrigen ist auf D3 verwiesen, siehe "Results and Discussion", wobei 
eine Abgrenzung zwischen eine epitaktischen und eine polykristalline 
Schicht bei bestimmten Kontaminationen der Grenzflache entstehen muB, 
siehe Art.33(2),(3) PCT. 

Aufgrund dieser Einwande scheint ein Erzeugnisanspruch nicht moglich, 
da die zusatzlichen Merkmale der Anspriiche 2-4 aus D1-D4 direkt zu 
entnehmen sind. 

1 .3 Das in Anspruch 1 0 beanspruchten Verfahren benotigt keinen Umschlag 
zu polykristallinem/amorphem Wachstum, welches in Widerspruch zum 
Erzeugnis des Anspruchs 1 steht, Art.6 PCT. 

Dieser Anspruch sollte daher gestrichen werden. 

2. Das in Anspruch 4 beanspruchten Verfahren ist aus dem vorliegenden 
Stand der Technik weder bekannt noch werden sie durch ihn nahegelegt. 
Daher wird vorgeschlagen, einen neuen unabhangigen 
Verfahrensanspruch zu formulieren, siehe die Anspruche 1 und 5. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 3) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02491 
PROFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Abschnitt VII 

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in 
der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1,D2,D4 offenbarte 
einschlagige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben. 
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^IS PAGE BIANK^ 



e 1 



VERTRAG^ER DIE INTERNATIONALE ZUsAm 
SW= DEM GEBIET DES PATENTWeIen 



ENARBEIT 
NS 



PCT 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
IHP.185.PCT 



WEITERES 
VORGEHEN 



siehe Mitteilung Ciber die Ubermittlung des intern ationalen 
Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
zutreffend, nachstehender Punkt 5 



Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/02491 

Anmelder ~~ 



Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

28/07/2000 



(Fruhestes) Prior itatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

26/08/1999 



INSTITUT FUR HALBLEITERPHYSIK FRANKFURT (ODER) 6MB 



SSS" Sprminou ^ e JT? nb fJ^ X W ">* e VOn der lnternati °nalen Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmeider gemaB 
Artkel 18 ubermittelt. Eme Kopie wird dem International Buro ubermittelt. y 



Dieser intemationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt 4 



Blatter. 



~» . DldUfcJI. 

Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unteriagen zum Stand der Technik bei 



Grundlage des Berichts — _ — 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der international Anmelduna in der Snrache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes ^ge^bS 



b. 



D %£2SX!^ 9iner bSi dSr B *** *S«W"» Obersetzung der internal 

I I in d © r internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der BehGrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

inlo^ r a k t!fn Ur ] 9, d A 33 d ?5 nac ( 1tr ^9''Ch eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. «i"««uny&genaii aer 

wurde vS?ei aB ^ com P uter,esbarer Form erfa(3 ten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 

Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Wlangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

PH wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

[ [ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

m W ™,w er i y Vortl ? ut 38 - 2b > ln der in Feld 1,1 angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt Der 

r^.hir^ k 1? n Beh6 of ? nerhalb ejnes Monats nach dem Datum der Absendung dieses inteSonalen 
Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 



6. 



Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 
I | wie vom Anmelder vorgeschlagen 

weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
PH * weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



_lb_ 



|~| keine der Abb. 
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Feld III WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1) 



Die Zusammenf assung ist wie folgt geandert : 

Die Erfindung betrifft eine Schichtstruktur fur bipolare Transistoren und ein 
Verfahren zu deren Herstellung sowie ein Verfahren fur auf dieser Grundlage her- 
gestellten integrierten Schaltungen. Es soli eine Schichtstruktur fur bipolare 
Transistoren vorgeschlagen werden, mit Hilfe derer die elektrischen Eigenschaf- 
ten und die Homogenitat bipolarer Transistoren verbessert werden. Insbesondere 
soli bei verringerten Emitterubergangswiderstanden das Basisstromverhalten ver- 
bessert und das Rauschen reduziert werden sowie ein Verfahren zur Herstellung 
von bipolaren Transistoren mit einer solchen Schichtstruktur aufgezeigt werden. 
Erf indungsgemafc wird diese Aufgabe dadurch gelost, da£ die Vertikalstruktur der 
Transistoren eine partiell-einkristalline Emitterschicht (5) enthalt, die ober- 
halb einer epitaktischen, einkristallinen Anwachsschicht in eine polykristalline 

und/oder amorphe Schicht umschlagt und in der Vertikalstruktur des Transistors 
die partiell-einkristalline Emitterschicht (5) lokal mit dunnen Oxid-und/oder N (" 
tridschichten unterlegt ist. 
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A. KLASSIFI2ERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 



IPK 7 H01L21/205 H01L21/331 



Nach der Intemationalen Patentktassinkation (IPK) Oder nach der nationaten Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchlerter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 H01L 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehdrende Veroffentlichungen, soweit dlese unter die recherchierten Geblete fallen 



Wahrend der intemationalen Recherche konsultierte elektronlsche Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , INSPEC 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in BetrachI kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 
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WO 98 26457 A (HEINEMANN BERND ;LIPPERT 
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das ganze Dokument 

WEIR B E ET AL: "LOW-TEMPERATURE 

HOMOEPITAXY ON SI(lll)" 

APPLIED PHYSICS LETTERS, US, AMERICAN 

INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, 

Bd. 59, Nr. 2, 8. Juli 1991 (1991-07-08), 

Seiten 204-206, XP000230501 

ISSN: 0003-6951 

das ganze Dokument 

US 4 563 807 A (SAKAI ET AL.) 
14. Januar 1986 (1986-01-14) 
Spalte 4, Zeile 5-56; Abbildung 3D 
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7,17,18 
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Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 
'A' Verdffentlichung, die den ailgemeinen Stand der Technlk definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

'E' alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 
Anmeldedalum veroffentlicht worden ist 

'L' Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstetlung oder andere Ma(3nahmen bezieht 

"P - VerCffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedalum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



•T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

•X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein au^rund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Taligkeit beruhend betrachtet werden 

■V Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

"&' Veroffentfichung, die Mitgiied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 



20. Dezember 2000 



Absendedatum des internattonalen Recherchenberichts 



09/01/2001 



Name und Postanschrift der Intemationalen RecherchenbehSrde 
Europaisches Patentamt, P,B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Baillet, B 
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Kalegorie- Be2eichnung der Veroffenllichung, soweil erforderiich unter Angabe der in Betrachl kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 
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DC 



■37 



HAMEL J S ET AL: "Trade-off between 
emitter resistance and current gain in 
polysilicon emitter bipolar transistors 
with intentionally grown interfacial oxide 
layers" 

IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, JUNE 1992, 
USA, 

Bd. 13, Nr. 6, Selten 332-334, 

XP002156027 

ISSN: 0741-3106 

in der Anmeldung erwahnt 

das ganze Dokument 

LIPPERT G ET AL: "Optimized processing 
for differentially molecular beam 
epitaxy-grown SiGe(C) devices" 
PREPARATION AND 

CHARACTERIZATION , NL , ELSEVIER SEQUOIA , 
Bd. 321, Nr. 1-2, 

26. Mai 1998 (1998-05-26), Seiten 21-25, 
XP004147888 
ISSN: 0040-6090 
das ganze Dokument 

ABDUL-RAHIM A I ET AL: "Improved control 
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using a UHV-compatible LPCVD cluster tool" 
IEEE MTT/ED/AP/LEO SOCIETIES JOINT CHAPTER 
UNITED KINGDOM AND REPUBLIC OF IRELAND 
SECTION. 1997 WORKSHOP ON HIGH PERFORMANCE 
ELECTRON DEVICES FOR MICROWAVE AND 
OPTOELECTRONIC APPLICATIONS. EDM0 (CAT. 
NO.97TH8305), IEEE MTT/ED/AP/LEO SOCIETIES 
JOINT C, 

Seiten 232-236, XP002156028 
1997, New York, NY, USA, IEEE, USA 
ISBN: 0-7803-4135-X 
das ganze Dokument 

AGNELLO P D ET AL: "CONDITIONS FOR AN 
OXIDE-FREE SI SURFACE FOR LOW-TEMPERATURE 
PROCESSING: STEADY-STATE BOUNDARY" 
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL 
SOCI ETY , US , ELECTROCHEMICAL SOCIETY . 
MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE, 
Bd. 139, Nr. 10, 

1. Oktober 1992 (1992-10-01), Seiten 

2929-2934, XP000359004 

ISSN: 0013-4651 

in der Anmeldung erwahnt 

das ganze Dokument 
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angefQhrtes Patentdokument 


Datum der 
VeroffenUichung 


Mitglied(er) der 
Patentfamilie 


Datum der 
Verdffentlichung 


WO 9826457 A 


18-06-1998 


DE 
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DE 


19755979 
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10-11-1999 
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Mandant 



PCT 

ANTRAG 

Dcr Unlcrzeiclinctc beantragt, daB die vorlicgcnde 
internal ionalc Anmcldung nacli dem Vertrag iibcr die 
international Zusammenarbcit aufdcjn Gcbict des 
Palentwesens behandclt wil d. 


Internationales Aklcnzcichcn 


Internationales Anniokledatum 


Name des Anmcldeamls und "PCI* lnlcrnalioi.nl Application" 


Aktcnzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gcwiinsclu) 
(max. 12 Zeichen) lhtP.185.PCT , A A * 


FeldNr. 1 REZEICHNUNG DER ERFINDUNG 

Sehichlstruktur fur bipolare Transistoren und Verfahren zu deren Herstellung 


Fcltl Nr. II ANMELDER 


n^^n^m^fS^ffV' r n T5 : be 'J" ns, f ch S n p *™>™ voltstandige amiiiche<Bezeichmmo 
i W/ ,wc/, "/{ smd die Postettzahl und der Name des Staafs anzugeben. Der in diesem Feld in der 
Anscmft angegebene Staat ist dcr Stoat des Sites oiler Wolmsitzes des %,melders. sofern nachstehend kein 
btaat Ues Sifzes oder Wolmsitzes angegeben ist.) 

Insiitut fi'ir Halbleiterphysik 
Frankfurt (Oder) GmbH 
Im Technologiepark 25 
D-15236 Frankfurt (Oder) 
Deutschland 


| I Dicsc Person ist 
1 ' gleichzcitig Orfindcr 

Tclcfonnr.: 
Tclcfaxnr.: 
Fcrnschrcibnr.: 


StaatsangchOrigkeil (Slaat): 

Deulschland 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 

Deutschland 


n^R j!]!^!^ 1 ^fJ-lilI! IIC,Ji:i 1 | all eB«t.in- "yi alle Besiimimingsstaalen mit Ausnahme 1 1 nur die Vereiiiiatcn I 1 die im 7iKmzfbl.l 

Pur rulficnde Slaalcn. I_l mungsstaalcn J*l dcr Vcreinigten Staaten von Amerika |_J Staaten von A& □ Sng^ 


Fcltl Nr. Ill WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFIjNDER 


1 1 iamc tint Anschnfl: (Famdmmame. prname; bei jurist ischen Personal vollstdndige amtfiche Bezeichnww 
fin der Anschnfl smddie Postleitzahl und dcr Name des Slants anzugeben. Der in diesem Feld in der 
Ansc mft tmgegebenc Stoat ist der Stoat des Sitzcs oder Wolmsitzes des Anmelders, sofern nachslehend kein 
Stoat acs cutzes oder W olmsitzes angegeben ist.) 

Kruger, Dietmar, Dr. 
PuschkinstraBe 43 
D-15236 Frankfurt (Oder) 
Deutschland 


Dicse Person ist: 
1 ^] nur Anmcldcr 

|Xl Anmcldcr und IZtfindcr 

1 1 nur El finder (Wird dieses Kdslchcn 

' 1 angckicuzt, so sind die nach.tchendcn 

Angaben nicJit notig.) 


Slnaisanuchorigkcil (Staat): 
Deutschland 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
Deutschland 


ruMblucndT PI B " C Bc ? U ?' 1 I ^^""n^staaten mit Ausnahme ftfl » ur d * Veremiglen 1 1 die in, Zusa./tdd 

lur lolgcndc bUutcn. | 1 mungsstaaton | 1 dcr Veremiglen Staaten von Amerika \XJ Staaien von Amerika | | nngc t obt'nc-i Su.nlcn 


X Wcilcrc Anmcldcr und/odcr (wcilcre) Erlinder sind auf cincm Fortsetzungsblatl angegeben 


Feld Nr. IV AN WALT ODER GEM El.NSAMER VERTRETER; ODER ZUSTCLLANSC11RIFT 


Uic lolgendc. Person wird liicrmii bcslclll/isi bcslclll worden, uni for den (die) Anmcldcr ftt] a lf i 1 K cmciir%uiicr 

v ( ir don zuslandigcn internntionalcn Bchordcn in folgcnder Eigcnschafl zu handelu aL: [XJ AnwaU [ | Vcrlrclcr 


Name uml Anschrill: (Familicnname, Vorname: bei jurisfischen Pcrsonen vollstdndige amilic/ie 
Bezeiclmung. Bei der Ansclirift sind die Postleitzahl und der Name des Staats 
anzugeben.) 

Heilsch, Wolfgang 
Europaischer Patentvertreter 
Gohlsdorfer StraBe 25 g 
D-14778 Jeserig 
Deulschland 


Tclcfoniir.: 
033207/51138 

Tclefhxnr.: 
033207 / 32898 

l-'cmschrcibiir.: 


1 I ^!in ,l riM , ^ ift: DiC?C n K 5 sldl J? 1 'st anzukreuzen, wenn kein AnwaU oder gemeinsamer Vertrelcr bcslclll ist und stall Jcsscn im 
i — i ooigcn rcld cine spczicllc Zustcllnnschrift angegeben ist. 



rormblau PCT/RO/IOI (Blatl I) (Jul. 1998; Nachdruck Januar 2000) ' Siehe Anmerkungen zu diesem Anlragsformular 



Hlatt Nr. 



ForLsclzung von Fcld Nr. Ill ■ WE ITER E ANM ELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 


Wird kernes der fol gen den Feldcr bcnnfzf, so sollie dieses Blatt dem Antrag nicht bcigcjiigi wcrden. 


Name mid Aiifthrift: (Familienname, Fontaine; bci juristischen Personal vollstandige amilichc Bczeichnune. 

AndlYrif^ tf A T 'It*?' 0 !"* ™ u V he "), Der in diesem field in dor 
Anschrift angegehcne Stoat ist der Stoat des Sitzes oder Woimsitzes desAntnelders, so fern nachstehend kein 
Slaat dcs Sitzes oder Woimsitzes angegeben ist.) 

Morgenstern, Thomas. 
Warschauer Stra3e 40 
D-1 5236 Frankfurt (Oder) 
Deutschland 


Dicsc Person ist: 
| | nur Anmcldcr 

1 7(] Anmcldcr und Erfindcr 

1 1 nur Erfindcr (Wird dieses Kostchcn 
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Deutschland 


Sitz odcr Wohnsilz (Slaat): 
Deutschland 
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Name und Anschrift: (fanuhennante, prname; bci juristischen Personen vollstandige amtliche Bcreichnunz 
Bci dcr Anschrift sina f die Postleitzahl und dcr Name dcs Stoats anzugeben. Der in diescm Fcld in iter 
Anschrift angegebene Slaat ist dcr Stoat dcs Sitzes odcr Woimsitzes des Amnelders, so/em nachstehend kein 
Slant des Sitzes oder Woimsitzes angegeben ist.) 

Ehwald, Karl-Ernst 

Pflaumenallee 17 

D-1 5234 Frankfurt (Oder) 

Deutschland 


Dicsc Person isl: 
I J nur Anmclder 

1—1 C 
IXl Anmcldcr und Erfindcr 

1 1 nur Erfindcr (Wird dieses Kostchcn 

1 1 angekreuzi, so sind die nachsfehenden 

Angahen nicht notig.) 


SlnatsangeliGiigkcil (Slaat): 

Deutschland 


Sitz oder Wohnsilz (Slaal): 

Deutschland 


Dicsc Person ist Anmcldcr i | aI | e Bertim- I I allc Oestimmungsstaatcn mil Ausnnhme rZ7] nur die Vcrcininrmi 1 1 die im 7t™t 7 M<\ 
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iU'i dcr Ansclmft smd die I ostlcitzahl und der Name dcs Stoats anzugeben. Der in diescm Fcld in der 
Ansclmft angegehcne Stoat ist dcr Slant dcs Sitzes oder WolmsHzes des Anmelders, so/cm nachstehend kein 
Slaat dcs Sttzcs oder Woimsitzes angegeben ist.) 

Buyiel, Eberhard, Dr. 

FischerstraBe 45 

D-1 5230 Frankfurt (Oder) 

Deutschland 


Dicsc Person isl: 
| | nur Anmclder 

1X1 Anmclder und Erfindcr 

1 1 nur Erfindcr (Wird dieses fuhtdicn 

1 ' angekreitzf, so sind die nachstchcndcn 

Angabcn nicht notig.) 


Slaalsangchorigkeil (Staat): 

Deutschland 


Sitz odcr Wohnsilz (Slaat): 

Deutschland 


Dicsc I u-scm jM Amncldcr | | al | c Bcst.m- | i aMc ifcstimmungsstaatcn mil Ausnahme ^ nur die Vcrcinirl"ii 1 1 die im Ar-ii/Md 

lur folgendc Slaatcn: |_J mungsslaalcn | 1 dcr Vercinigfcn Staalen von Amerika X Staalen von AmcnL I I an P e^ 


Name und Ansclmfl: (Familienname, Varname;' bci juristischen Personal vollstandige amtliche Bezeichnuiw 
lici dcr Ansclmft smd die Postleitzahl und der Name des Stoats anzugeben. Der in diesem Fcld in der 
Anschrift angegchene Slaal ist der Slaat dcs Sitzes odcr Woimsitzes dcs Anmeldcrs, sofern nachstehend kein 
Stoat dcs Sitzes oder Woimsitzes angegeben ist.) 

Mciricmann, Bernd, Dr. 
Schalmoienweg 29 
D-1 5234 Frankfurt (Oder) 
Deutschland 


Dicsc Person isl: 
| | nur Aumclilcr 

lXl Amncldcr und Erfindcr 

I I nur Erfindcr (Wird dieses Kthtehni 

i 1 angckrctizl r so sind die nachstchauiai 

A ngaben nicht notig.) 


Slnatsanychfirigkcil (Slaal): 

Deutschland [ 

_ 


Sitz cxlcr WohnsiLz (Staal): 

Deutschland 


Licsc I u.-on ist Anmcldcr | i al | e Bcslim . i i a n e feu m mungsslaalcn mil Ausnahme ^ nur die Vercinicten I 1 die im 7..cn>r..M 

Pur folgendc Sltalcn: l_J nmngss.aa.cn LJ Ucr Vcrciniglen S.aatcn von Amerika X ^aatcn 31 □ a^be!^ ^ lai 


fX] Wciu rc Anmcldcr und/odcr (wcilcre) Erfindcr sind aufcinem zusStzlichen Fortsetzungsblalt angegeben. 



[7RO/10I (Fortsetzungsblalt) (Juli 1998; Nachdruck Januar 2000) Sielie Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



i 




Dlatl Nr. 



Fortsct/iiiig von Feld Nr. Ill YVEITERE A NM ELDER 


*fD/ODER (WEITERE) 
'He dieses Blaii dent Am 


ERF1NDER 


Wird koines der foigen den Felder betxiUzt, so soi 


'rag tiicht beigefugt tverden. 


Name und Anschrift: (Fonii/iennatne. Vornamc bei iuristischen Perumpn vnlhtnndioo nmtUrUa 
i d £r Anschnft sind die Postleitzahi und der Name des Stoats anzugeben. Der in diesem Feld in der 
Amchrtfl angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wolmsitzes des %imelders. so/em nachsiehend kein 
Staat des Sitzes oder Wolmsitzes angegeben ist.) 

Knoll, Dieter, Dr. 
UferstraBe 7 

D-1 5230 Frankfurt (Oder) 
Deutschland 


Diesc Person ist: 
| | nur Anmcldcr 

[XI Aiunclder und Erfindcr 

1 1 nur Er finder (Wird dieses Kdsfchen 

. 1 1 angekreuzt, so sind die nachstehenden 

Angaben nkht notig.) 


Siaalsangchorigkcil (Slaal): 

Deutschland 


Silz oder Wohnsilz (Staat): 

Deutschland 


l)icsc Person isl Anmcldcr | i aMc Besiim- | I aile Ucsiimmiingplnatcn mil Ausnahme fZT] nur die Vereinieten 1 ! die im Znsaizfrld 

fur folgc.ulc Staaten: l_l mungss.aa.en |_J der Vereinigten Staaten von Amerika [X] staaten von TSa LJ angegeS^ 


Name und Anschnn: (hnnilieiiname, \prname; beijuristischen Personen volfstdndige amflicha Bezeichnunz 
Kei der Anschnft smd die Postleitzahi und der Name des Stoats anzugeben. Der in diesem Feld in der 
Anschnft angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wolmsitzes des Anmelders, so/em nachsiehend kein 
Staat des Sitzes oder W onnsitzes angegeben ist.) 

Tillack, Bernd, Dr. 

Akazienweg 10 

D-1 5234 Frankfurt (Oder) 

Deutschland 


Diesc Person isl: 
| | nur Anmcldcr 

IXl Anmeldcr und Hrfinder 

1 I nur Erfindcr (Wird dieses Kdsfchen 

* 1 angekreuzt, so sind die nachstehenden 

Angaben nkht notig.) 


Siaalsangchorigkcil (Slaat): 
Deutschland 


Sitz oder Wohnsilz (Slaat): 
Deutschland 


Dicsc I asm isl Anmcldcr. | | a || c Beslim- | I alio Bcstimmungsstaalcn mit Ausnahme ^ nur die Vereinicien 1 1 die im /us-it/frM 

lu, Mgendc Slaatcn: |_l mungss.aatcn |_| der Vereinigten Si aat en von Amerika X Slaalcn voTaS LJ angegcS^ 


Name und Anschnfl: (Familienname, jpmarne; bei jurist ischen Personen volistdndige aintlicbe DezeichmtiiP 
ffei der Anschnft smd die Postleitzahi und der Name des Stoats anzugeben. Der in diesem Feld in der 
Anschnft angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wolmsitzes des Anmelders, so/em nachstehend kein 
Staat des Sitzes oder trohnsitzes angegeben ist.) 


Dicsc Person ist: 
1 1 nur Anmeldcr 

I 1 Anmcldcr und Erfindcr 

1 I nur l£rfinder (Wird dieses Kdsfchen 

* 1 angekreuzt, so sind die nachstehenden 

Angaben nkht notig.) 


Staalsangehorigkcil (Slaal): 


Silz oder Wohnsilz (Slaal): 


nicsc Person isl Anmeldcr ■ i a |, c ncslim- 1 1 allc Bcslimmungsslaatcn mit Ausnahme 1 1 nur die Vereinigten 1 1 Ji.- im /.mtzflld 

nk folgcmlc Slaalcn: |_| mungssiaaten |_J der Vereinigten Slaatcn von Amerika LJ S.aalen von Amen ku | | m, e e£eS S^L, 


Name und Anschnft: (familienname. lorname; bei jurist ischen Personen volfstdndige amtliche Dezeichnung. 
Uet der Anschnft smd die Postleitzahi und der Name des Stoats anzugeben. Der in diesem Feld in der 
Anschrilt angegebene Stoat ist der Stoat des Sitzes oder IVohnsitzes des Anmelders, sofem nachstehend kein 
Staat des Sitzes oder Wolmsitzes angegeben ist.) A 


Dicse Person isl: 
| | nur Anmcldcr 

f~| Anmcldcr und lit finder 

[ I nur l£r finder (Wird dieses K'hhhrti 

1 1 angekreuzt, so sind die iwchstchcndai 

Angaben nkht notig.) 


Siaalsangchorigkcil (Slaal): 


Silz oder Wohnsilz (Slant): 


l&MW^^ 1 ll^SfVT 1 I f C ™'» Ausnahme | 1 nur die Vcre.nigicn * I 1 die im Zusn./.fcW 

lur lol L uidc blaalcn. | j mungsslaalen | 1 der Verciniglcn Slaalcn von Amerika | | Staaten von AnTcrika | | angegebenen Slaalcn 


~J Wcilcre Anmcldcr und/oder (weitcrc) Erfindcr sind auf einein zusatzlichen Fortsclzungsblalt angegeben. 



l-ormblalt PCT/RO/I01 (For(setzungsb!alt) (Juli 1998; Nachdruck Januar 2000) Siehe Anmerkmtgen zu diesem AntragsformuU 



BlallNr. ;4w. 



Fckl Nr. V BESTIMM 



ON STAATEN 



Die folgcndcn Bcslimmungcn nach Regcl 4.9 Absalz a werden hiermit vorgenommcn (bitte die enisprechenden Kastchen ankreuzen; wenigstens em Kaslchen mufi 
angekreuzf werden): 
Rcgionales Patent 

□ AP ARIPO-Patent: CM Ghana. CM Gambia,, KE Kcnia, LS Lesotho, M\Y Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, 

SZ Swasiland, TZ Vereinigtc Kcpublik Tansania, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder vveitere Staat. dcr Vertragsslaat des 
1 Iararc-Prolokolls und des PCT ist 

□ EA Eurasisclies Patent: AM Arm en i en, AZ Aserbaidschan. BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachslan, MD Rcpublik 

Moldau. RU Russische F6deration,TJ Tadschikislan,TM Turkmenistan undjederweitere Staat, der Vertragsslaat des Eurasisehcn 
Palcntubercinkommcns und des PCX isl 
S3 EP Europaischcs Patent: AT Ostcrreich, BE Belgicn, CM und LI Schweiz und Liechtenstein. CY Zypcrn, 
DE Dcutschland, DK Dancmark, ES Spanicn. FI Filmland, FR Frankrcich, CB Vcrcinigles Konigrcich. GR Gricchcnland, 
IE Irland, IT Italicn, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande PT Portugal, SE Schweden und jeder vveitere Staat. 
dcr Vertragsslaat des Europaischcn Patent Ubcreinkommcns und des PCT ist 

□ OA OAPl-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zenlralafrikanische Rcpublik, CC Kongo, CI Cote dM voire, CM Kamcrun, 

GA Gabun, GN Guinea, G\V Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, 55 N Senegal. TD Tschad, TG Togo 
und jeder vveitere Staat, der Vertragsslaat der OA PI und des PCT \sl(fallseineandereSclwtzrechlsartodereifi*onstiges Verfahren gewunscht 

wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben) 

Nation ales Patent (falls eine and ere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewunscht wird, bitte auf der gepunkleten Linie angeben): 

□ AE Vereinigtc Arabische Emirale Q LR Liberia 

AL A I ban i en f""| 

AM Armenicn □ 

AT Oslerrcich □ 

All Auslralicn □ 

AZ Aserbaidschan Q 

BA Bosnicn-Mcrzcgowina □ 

BB Barbados □ 

BG Bulgaricn □ 

BR Brasilicn 

BY Belarus □ 

CA Kanada □ 
CH und LI Schweiz und Liechtenstein □ 
CN China 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

n 
n 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 



LS 

LT 

LU 

LV 

MA 

MD 

MC 



CR 

CU 

CZ 

DE 

DK 

DM 

EE 

ES 

FI 

GB 

CD 

GE 

CM 

CM 

MR 

nu 

ID 

IL 

IN 

IS 

JP 

KE 

KG 

KP 

KR 
KZ 
LC 
LK 



• □ 

Costa Rica □ 

Kuba [~| 

Tschechische Republik □ 

Dcutschland fl 

Dancmark : □ 

Dominica □ 

Lslland '. □ 

Spanicn □ 

Finn land □ 

Vcrcinigtcs Konigrcich □ 

Grenada □ 

Gcorgicn □ 

Ghana □ 

Gambia Q 

Kroalicn Q 

Ungaj-n . □ 

Indoncsien []] 

Israel □ 

Indicn [y] 

Island 

Japan □ 

Kenia | | 

Kirgisistan □ 

Demo k rat ischc Volksrcpublik Korea □ 

□ 



Lesotho 

Litauen 
Luxemburg 
Lctlland 

Marokko 

Republik Moldau 

Madagaskar 

MK Die ehcmalige jugoslawischc Republik 

Mazcdonien 

MN Mongolei 

MW Malawi 

MX Mexiko 

NO Norwegen 

NZ Neuseeland 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumanicn 

RU Russische Foderation 

SD Sudan 
SE Schweden 
SG Singapur 

SI Slowcnicn 

SK Slowakei [ 

SL Siena lxonc 

TJ Tadschikistan 

TM Turkmenistan 

TR Turkei 

TT Trinidad und Tobago 

TZ Vereinigtc Rcpublik Tansania 

U A Ukraine 

UG Uganda 

US Vereinigtc Slaalen von Amerika 



c 



uz 

VN 
YU 
ZA 
ZVV 



Usbekislan 
Vietnam . . . 
Jugoslawicn 
Sudafrika . 
Simbabwe 



Rcpublik Korea Kaslchen ftir die Bcslimmung von Slaalen , die ilem PCT nach dor 

Kasachslan VcrofTcnllichung dieses Formblalts bcigelrclcn sind: 

Saint Lucia - □ 

Sri Lanka □ . . ■ 

Erklarung bzgl. vorsorglicltcr Bcstinununcen: Zusalzlich zu den oben gcnannlen Bcslimmungcn nimmt dcr Anmeklcr nach Regcl '1.9 
Absal/. bauch allc andcrcn nach dem PCTzuTassigcn Bestimmungen vor mil Ausnahmc dcr im ZusiUzfeld gcnannlen Bcstimmungen, die 
von dicscr Erklarung ausgenommen sind. Der Anmcldcr crklart daB diese zusatzliehen Bestimmungen untcr dem Voibehalt eincr 
Bcslatigimg stchen und jede zusatzlichc Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Priorilalsdalum nichl beslaligt wurdc. nach 
Ahlauf dicscr Frist als vom Anmeldcr zuruckgenommcn gilt. (Die Bestatigung (einschlieftlich der Gebiihren) mufi heim Anmeldeamt 
innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.) 



Formblall PCT/RO/IOI (Blalt 2) (Januar 2000) 



Siehe Anmerhingen zu diesem Antragsformulor 



Anmcldcdatum 
der friiheren Anmeldung 
(T ag/Monat/Jahr) 


Aktenzeichen 
der friiheren Anmeldung 


1st die fruhcre Anmeldung cine: 


nationale Anmeldung: 
Staat 


regionale Anmeldung:* 
regionales Amt 


international e Anmeldung: 
Anmeldeamt 


Zeile (1) 

<£o/uo/ 1 yyy 


1QQ AC\ 07Q "7 

l yy *mj <i/ o. / 


Deutschland 






Zcilc (2) 










Zcile (3) 











Fcld Nr. VI PRIORITATSAN 



BiattNr. 



-5- 



□ 



Wcitere Priori^^rispruchc sind im Zusatzfeld angegeben. 



| | Das Anmeldeamt. \vird ersucht. eine beglaubigte Abschrift der oben in der (den) Zeile(n) 

1 ' bezetchnctcn frOhcrcn Anmcldung(cn) zu crstellen und dem internationalen BUro zu tibermitteln (nur falls die friihere Anmeldung(en) bei 

dem Ami eingereicht worden ist (sind), das fur die Zwecke dieser international en Anmeldung Anmeldeamt ist) 

* Falls es sich bei der friiheren Anmeldung um eine ARIPO-Anmeldung handelt, so mufi in dem Zusatzfeld mindestens ein Staat angegeben werden, der 
Mitgliedstaat der Pariser Verba ndsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und fiir den die friihere Anmeldung eingereicht wurde. 



Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHfJRDE 



Wahl der interna tionalen Rcchcrchenbchordc (ISA) 
(falls zyvei oder mehr als zwei international e Recherchen- 
behorden fiir die Ausfi'mrung der internationalen Recherche 
zustandig sind, geben Sie die von Ihnen gewdhlte Beh&rde an; 
der Zweibuchstaben-Code kann benutzt werden): 

ISA/ 



Antrag auf Nutzung der ErgebnLssc ciner friiheren Recherche; Bezugnahme auf dicsc 
friihere Recherche (falls eine friihere Recherche bei der internationalen Recherchenbehorde 
b eantragt oder von ihr durchgefiifirt worden ist): 



Datum (Tag/Monat/Jahr) 



Aktenzeichen 



Staat (oder regionales Amt) 



Fcld Nr. VIII KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE 



Diesc inlernationale Anmeldung enthalt 
die folgende Anzahl von Blattern: 

Antrag :5 

Bcschreibung (ohne 
Sequenzprotokollteil) :9 

Anspruche :3 

Zusammenfassung : 1 

Zcichnungen :3 

Sequenzprotokollteil 

der Beschreibung : 



Blattzahi insgesamt 



:21 



Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: 

1. frj Blatt fiir die Gebiihrenberechnung 

2. □ Gesonderte unterzeichnete Vollmacht 

3. g] Kopie der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden): 4.3. S. 

4. □ Begriindung fur das Fehlen einer Unterschrift 

5. □ Prioritatsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch 

folgende Zeilennummer gekennzeichnet: 

6. □ Obersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache: 

7. [J Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material 
8- □ Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzen in computer I esbarer Form 
9. □ Sonstige {einzeln auffiihren): 



Abbildung der Zeichnungcn, die 

mit der Zusammenfassung * 1 a 

vcrGffentlicht werden soli (Nr.): 


Sprache, in der die 

internationale Anmeldung deutSCh 
eingereicht wird: 


Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS 



DerName jeder tmterzeichnenden Person istneben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig 
aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. 



hieitsch, Wolfgang 



27. Juli 2000 



I. Datum des tatsachlichen L-ingangs dieser 
internationalen Anmeldung: 


2. Zeichnungen 

| 1 einge- 

I I gangen: j 

I | nicht ein- 
I I gegangen: 


3. Geandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 
fristeerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichriungen 
zur vervollstandigung dieser internationalen Anmeldung: 


4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstellungen nach Artikcl ll(2) PCT: 


5. Internationale Rcchcrchenbchordc tca / 
(falls zwei oder mehr zustandig sind): loA / 


6. I I Obermittlung des Rcchcrchcn exemplars bis zur 
I I Zahlung der Recherchengebuhr aufgeschoben 




Datum des Eingangs des Aklenexemplars 
beim Internationalen BQro: 



Formblatt PCT/RO/I0I (letztes Blatt) (Juli 1 998; Nachdruck Januar 2000) 



Siehe Annierkungen zu afiesem Antragsformular 




k ■ 



r':- 




r 



A 4 

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTL1CHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Biiro 




(43) Internationales Veroffentlichungsdatum (10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

8. Marz 2001 (08.03.2001) PC T WO 01/17002 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : 

21/331 

(21) Internationales Aktenzeichen: 



H01L 21/205, 



PCT/DE00/02491 



(22) Internationales Anmeldedatum: 

28. Juli 2000 (28.07.2000) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) Veroffentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Priori tat: 

199 40 278.7 26. August 1999 (26.08.1999) DE 

(71) A nm elder (fur alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme 
von US): INSTITUT FUR HALBLEITERPHYSIK 
FRANKFURT (ODER) GMBH [DE/DE]; Im Technolo- 
giepark 25, D- 15236 Frankfurt (Oder) (DE). 

(72) Erfinder;und 

(75) Erfinder/Anroelder (nur fiir US): KRUGER, Dietmar 
[DE/DE]; Puschkinstrasse 43, D- 15236 Frankfurt (Oder) 



(DE). MORGENSTERN, Thomas [DE/DE]; Warschauer 
Strasse 40, D- 15236 Frankfurt (Oder) (DE). EHWALD, 
Karl-Ernst [DE/DE]; PflaumenaUee 17, D-15234 Frank- 
run (Oder) (DE). BUGIEL, Eberhard [DE/DE]; Fisch- 
erstrasse 45, D-15230 Frankfurt (DE). HEEVEMANN, 
Bernd [DE/DE]; Schalmeienweg 29, D-15234 Frankfurt 
(Oder) (DE). KNOLL, Dieter [DE/DE]; Uferstrasse 
7, D-15230 Frankfurt (Oder) (DE). TILLACK, Bernd 
[DE/DE]; Akazienweg 10, D-15234 Frankfurt (Oder) 
(DE). 

(74) Anwalt: HEITSCH, Wolfgang; Europaischer 
Patentvertreter, Gohlsdorfer Strasse 25 g, D- 14778 
Jeserig (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US. 

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europaisches Patent (AT, 
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FT, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, 
NL, PT, SE). 

VerdfTentlicht: 

— Mit internationalem Recherchenbericht. 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 



SB ( 54 > Ti «c: LAYER STRUCTURE FOR BIPOLAR TRANSISTORS AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF 

== (54) Bezeichnung: S CHI CHTSTRUKTUR FUR BIPOLARE TRANSISTOREN UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTEL- 
= LUNG 



< 



<3) 



o 



(57) Abstract: The invention relates to a layer structure for bipolar 
transistors, to a method for the production thereof, and to a method 
for producing integrated circuits using said layer structure. The aim 
of the invention is to provide a layer structure for bipolar transistors 
with which the electric properties and the homogeneity of bipolar 
transistors are improved. In particular, the base current behavior 
should be improved and the noises should be decreased with dimin- 
ished emitter transition resistances. In addition, the invention seeks 
to provide a method for producing bipolar transistors using a layer 
structure of this type. To these ends, the invention provides that 
the vertical structure of the transistors contains a partial single-crys- 
talline emitter layer (5) which changes into a polycrystalline and/or 
amorphous layer above an epitactical single-crystalline growth layer 
and, in the vertical structure of the transistor, the partial single-crystalline emitter layer (5) is locally underlayed with thin oxide and/or 
nitride layers. 

(57) Zusammenfassung: Die Errindung betrifrt eine Schichtstruktur fur bipolare Transistoren und ein Verfahren zu deren Herstel- 
lung sowie ein Verfahren fur auf dieser Grundlage hergestellten integrierten Schaltungen. Es soli eine Schichtstruktur fur bipolare 
Transistoren vorgeschlagen werden, mit Hilfe derer die elektrischen Eigenschaften und die Homogenitat bipolarer Transistoren ver- 
bessert werden. Insbesondere soil bei verringerten Emitteriibergangs widerstanden das Basisstromverhalten verbessert und das Rau- 
schen reduziert werden sowie ein Verfahren zur Herstellung von bipolaren Transistoren mit einer solchen Scmchtstruktur aufgezeigt 
werden. ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB die Vertikalstruktur der Transistoren eine pameU-emkristalline 
Emitterschicht (5) enthalt, die oberhalb einer epitaktischen, einkristallinen Anwachsschicht in eine polykristalline und/oder amorphe 
Schicht umschlagt und in der Vertikalstruktur des Transistors die pameU-emkristalline Emitterschicht (5) lokal mit dunnen Oxid- 
und/oder N itridschichten unterlegt ist. 



* 



WO 01/17002 Al 



Vor Ablauf der fur Anderungen der Anspriiche geltenden 
Frist; Verqffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen. 



Zur Erldarung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
Abkurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 



WO 01/17002 



PCT/DE00/02491 



Schichtstruktur fiir bipolare Transistoren und Verfahren zu deren Herstellung 

5 Die Erfmdung betrifft eine Schichtstruktur fiir bipolare Transistoren und ein Verfahren zu 
deren Herstellung sowie ein Verfahren fur auf dieser Grundlage hergestellten integrierten 
Schaltungen. 

Halbleitermaterialien, wie Silizium, Silizium-Germanium, Galliumarsenid, Galliumphos- 
1 0 phid werden in groBem MaBe fur die Herstellung von Halbleitervorrichtungen verwendet. 
Wichtige Vorteile moderner Bipolartransistoren, beispielsweise auf der Basis von Si x . 
GeyQ-x-y Heterostrukturen, mit den Parametern x,y im Bereich 0 < x,y < 1, liegen u.a. in 
ihrer extremen Schnelligkeit, ihren geringen Basiswiderstanden und einem verbesserten 
Rauschverhalten. Gleichzeitig ist die Technologie zur Herstellung integrierter Schaltkreise 
15 unter Nutzung von Si x Ge y Ci-x-y / Si HBT's kompatibel mit der weit etablierten Massen- 
technologie fur integrierte Schaltkreise auf Siliziumbasis. Die aufgefuhrten Vorteile ma- 
chen schnelle Transistoren auf der Basis von Si x Ge y Ci. x - y -Schichtstrukturen zu einer Vor- 
zugsvariante fur hochintegrierte Schaltkreise mit dem Einsatz in der modernen Telekom- 
munikation. 

20 

Der Fortschritt der modernen Halbleitertechnologie fur die Produktion hochintegrierter 
Schaltkreise hangt bereits heute wesentlich von der Herstellung extrem kleiner elektrisch 
aktiver Bereiche und extrem flacher und steiler Ubergange ab. Die entsprechenden Anfor- 
derungen an die Technologie wurden in der Vergangenheit gut durch die "Si Roadmap" 

25 (National Technology Roadmap Semiconductors, Semiconductor Industries Association 
1997) der Siliziummikroelektronik beschrieben. Danach sind fur fortgeschrittene, hochin- 
tegrierte Schaltkreise Obergangstiefen von 50 - 120 nm gefordert, die in nachster Zukunft 
weiter verringert werden mussen, um mit der absehbaren lateralen Skalierung Schritt zu 
halten. Fortgeschrittene Heterostrukturen auf Basis von Si x Ge y Ci- x . y - Schichten nutzen 

30 Emittereindringtiefen in das Silizium von kleiner als 30 nm. Die Basis der Transistorstruk- 
tur wird aus Si x GeyCi. x . y , Si x Gei_ x -Schichten mit Dicken von zum Teil unter 20 nm gebil- 
det. Die Perfektion der gewachsenen epitaktischen Schichten und der bei der Schichtab- 
scheidung entstehenden Grenzflachen ist eine Voraussetzung fur eine hohe Ausbeute an 
guten Transistoren und Schaltkreisen und fur das fehlerfreie Funktionieren der entspre- 

35 chenden Schaltkreise. 
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Die Problematik von Poly-Si-Emitterschichten auf Silizium ftir die Herstellung von Bipo- 
lartransistoren wurde in jungster Zeit verstarkt untersucht. Dabei wurden zur Erzielung 
einer ausreichenden Stromverstarkung bei der Herstellung der Vertikalstrukturen Sauer- 
stoff-kontaminierte Grenzflachen mit erhohten Emitterwiderstanden in Kauf genommen [J. 
S. Hamel, D. J. Roulston, C. R. Selvakumar, IEEE Electron Device Letters, 13 (6), 332 
(1992)]. Gleichzeitig wird in dieser Arbeit der Nachteil der starken ProzeBabhangigkeit der 
elektrischen Parameter, bedingt durch die nicht ausreichende Kontollierbarkeit der Grenz- 
flachenkontamination und die Inhomogenitat der Grenzflachendurchbriiche bei nachfol- 
genden Temperungen aufgezeigt. Es ist weiterhin bekannt, daB Transistoren mit kontami- 
nierten Grenzflachen den Nachteil schlechterer Rauschparameter haben. Fur moderne bi- 
polare Heterostrukturen, wie sie auf Basis von Si / Si /Si x Ge y C,. x . y / Si - Schichtfolgen rea- 
lisiert werden, ist eine ausreichende Stromverstarkung iiber die Bandstruktur der Basis- 
schicht in weiten Grenzen einstellbar, so daB nach Losungen zu suchen ist, wie die Emit- 
terwiderstande und das Rauschen verringert werden konnen. Die den Emitter und Emitte- 
ranschluB formierende Si-Schicht ist nach dem Stand der Technik sowohl fiir Silizium, Si- 
Homostrukturen als auch in Si / Si / Si x Ge y C,. x . y / Si - Heterostrukturen als eine polykri- 
stalline Si-Schicht ausgebildet, wie in vielen Publikationen beschrieben [beispielsweise in 
J. D. Cressler, IEEE Electron Device Lett., 17, 13 (1996), D. Knoll u.a., IEDM Techn. 
Dig., 703(1998)] 

Die damit verbundenen Nachteile, wie verschlechtertes Eindiffusionsverhalten der Dotan- 
den, erhohte Oberflachenrauhigkeit des Emitters u.a., werden im Stand der Technik in 
Kauf genommen, obwohl sie zu verschlechterten elektrischen Parametern fiihren, da eine 
Verbesserung der Grenzflacheneigenschaften bisher mit hohem technologischem und fi- 
nanziellem Aufwand verbunden ist. 



Fur die Absicherung des epitaktischen Wachstums sind extrem saubere Grenzflachen und 
Wachstumsbedingungen erforderlich. Derartig saubere Grenzflachen werden beispielswei- 
se in Ultrahochvakuum-Systemen ftir die Molekularstrahlepitaxie (MBE) sowie in extrem 
sauberen Normaldruck- und Niederdruck-Anlagen ftir die Abscheidung aus der chemi- 
schen Gasphase (CVD) ermoglicht. Fiir die Reinigung der Oberflache wird ein Desorbti- 
onsschritt fur Sauerstoff in der Regel im Temperaturbereich oberhalb 
1000 °C genutzt. Hohe Desorbtionstemperaturen sind jedoch fiir vorprozessierte Wafer, in 
denen bereits Dotierungsprofile eingestellt sind, nicht einsetzbar, da sie die eingestellten 
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Dotierungsprofile unzulassig verandern. In der Literatur ist eine Reihe von Veroffentli- 
chungen bekannu die diesem Problem gewidmet sind. So werden in der Arbeit von D. 
Agnello, und T.O. Sedgewick [D. Agnello, und T.O. Sedgewick, Journal Electrochemical 
Society, 139 (19), 2929 (1992)] die Bedingungen fur oxidfreie Si-Oberflachen bei UHV- 
CVD Prozessen abgeleitet und gezeigt, wie die Existenz von Sauerstoffrestkontaminatio- 
nen zur Generation von Zwillingsdefekten und Stapelfehlern fuhrt. Die Bedingungen fur 
epitaktisches Wachstum im Falle der UHV - CVD sind weniger streng als bei der MBE. 
Dennoch muJJ bei der UHV-CVD der Sauerstoffpartialdruck im Tragergas bei 700 °C 
kleiner als ca. 1 ppb sein, um defektfreies Wachstum zu ermoglichen. Bei der UHV - MBE 
werden Sauerstoffpartialdrucke von kleiner ca. 2 x 10 " 9 Torr bei 700 °C fur defektfreies 
Wachstum gefordert. 

In der Arbeit von Niel und anderen [S. Niel, O. Rozeau, und andere, Techn. Digest. IEDM, 
p. 807 (1997)] wird von der Formierung eines einkristallinen Emitters bei As in-situ Dotie- 
15 rung in einem kommerziellen Einscheibenreaktor berichtet. Diese technische Losung hat 
jedoch den wesentlichen Nachteil einer geringen Produktivitat, vor allem bedingt durch 
den Einscheibenreaktor selbst. Zum anderen miissen ftir die Absicherung des einkristalli- 
nen Wachstums und far ausreichende Wachstumsgeschwindigkeiten relativ hohe Wachs- 
tumstemperaturen eingesetzt werden, was fur Wafer mit begrenztem zulassigem Warme- 
20 budget ein wesentlicher Nachteil sein kann. 

Es ist weiter bekannt, daB komplett epitaktische Vertikalstrukturen fur bipolare Transisto- 
ren in Ultrahochvakuum-Systemen fur die Molekularstrahlepitaxie (MBE) sowie in extrem 
sauberen Normaldruck- und Niederdruck-CVD-Anlagen ohne Wachstumsunterbrechung 
25 hergestellt werden konnen. Dabei entfallt jedoch die Moglichkeit, nach Herstellung der 
Kollektor- und Basis-Gebiete externe Praparationsschritte auBerhalb des Epitaxiereaktors 
durchfiihren zu konnen. Dies schrankt die technologischen Moglichkeiten der Einbindung 
der Transistoren in komplexe Schaltungen in erheblichem MaBe ein. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schichtstruktur fur bipolare Transistoren 
vorzuschlagen, mit Hilfe derer die elektrischen Eigenschaften und die Homogenitat bipola- 
rer Transistoren verbessert werden. Insbesondere soil bei verringerten Emitteriibergangs- 
widerstanden das Basisstromverhalten verbessert und das Rauschen reduziert werden so- 
wie ein Verfahren zur Herstellung von bipolaren Transistoren mit einer solchen Schicht- 
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struktur aufgezeigt werderu mit Hilfe dessen es moglich wird, integrierte Schaltungen mit 
derartigen bipolaren Transistoren bei guter Ausbeute und Reproduzierbarkeit herzustellen. 

ErfindungsgemaB Wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB die Vertikalstruktur der Transis- 
toren eine partiell-einkristalline Emitterschicht enthalt, die oberhalb einer epitaktischen, 
einkristallinen Anwachsschicht in eine polykristalline und/oder amorphe Schicht um- 
schlagt und in der Vertikalstruktur des Transistors die partiell-einkristalline Emitterschicht 
lokal mit dunnen Oxid- und/oder Nitridschichten unterlegt ist. Die partiell-einkristalline 
Emitterschicht ist auf einer Si x Ge y C|_ x . y -Deckelschicht, einer Si-Pufferschicht und einem 
Silizium-Substrat mit den Parametern x,y im Bereich 0 < x,y < 1 abgeschieden. Die Grenz- 
flache zwischen der partiell-einkristallinen Emitterschicht und dem Unterbau ist durch eine 
geringe Sauerstoffkontamination mit einer Sauerstoffdosis kleiner als 1 x 10 15 cm " 2 ge- 
kennzeichnet Mindestens ein Teil der elektrisch aktiven Zone der partiell-einkristallinen 
Emitterschicht ist durch eine Si x GeyCi. x _ y -Deckelschicht mit den Parametern x,y im Be- 
reich 0 < x,y < 1 gebildet. Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Herstellung der Schicht- 
struktur fur Si-basierende bipolare Transistoren beruht darauf, dass 

- eine Lagerung der Proben nach einer Vorbehandlung der Oberflache des 
Siliziumsubstrats mit Hydrofluorid-haltigen Losungsmitteln und vor dem 

20 Einschleusen in einen C VD-Reaktor auf weniger als eine Stunde begrenzt wird, 

- eine Vortemperung der Proben im Temperaturbereich von 650 °C - 1 100 °C in 
wasserstoffhaltigen Gasen bei Temperzeiten im Bereich von 5 Sekunden bis 120 
Minuten vorgesehen ist, 

25 

- ein Dotiergas bereits wahrend der Abkuhlung auf die Schichtwachstums- 
temperatur zugefuhrt wird und daB 

- nach einer Abkuhlung auf die Schichtwachstumstemperatur eine partiell- 

30 einkristalline Emitterschicht (5) unter Zugabe von Silan und Dotiergas bei einer 

Temperatur im Bereich 450 - 700 °C aufgebracht wird, die zunachst einkristallin 
anwachst und dann in eine polykristalline und/oder amorphe Schicht umschlagt. 
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Vorteilhafterweise wird die partiell-einkristalline Emitterschicht mittels chemischer Gas- 
phasenabscheidung bei Niederdruck in einem Vielscheibenreaktor aufgebracht. Bevorzugt 
wird die partiell-einkristalline Emitterschicht durch eine dotierte Si x Ge y C,. x - y -Schicht mit 
den Parametem x,y im Bereich 0 < x,y < 1 gebildet. Die Proben werden ohne eine Beluf- 
5 tung der CVD-Anlage vor der Vortemperung in wasserstoffhaltigen Gasen einer intensiven 
Stickstoffspulung von mindestens 15 Minuten bei kaltem CVD-Reaktor unterzogen. Der 

4 

Schichtaufbau wird nach der Formierung der Si-Deckelschicht und vor dem Abscheiden 
der partiell-einkristallinen Emitterschicht weiteren technologischen Teilschritten, wie bei- 
spielsweise Oxidationen, Implantationen, Atzungen, Maskenteilschritte, unterzogen. Das 

10 einkristalline Wachstum der partiell-einkristallinen Si-Emitterschicht wird bis zum Ende 
der Schichtabscheidung aufrecht erhalten, so daB kein Umschlag zu polykristalli- 
nem/amorphem Wachstum erfolgt. Das Dotierungselement fur die partiell-einkristalline 
Emitterschicht ist As und/oder P. Zum Aufwachsen der Emitterschicht wird mindestens ein 
Emitterdotand wahrend des CVD Abscheideprozesses eingebracht. Vorteilhafterweise wird 

1 5 der Emitterdotand bereits beim AbkuhlungsprozeB und vor der Silanzugabe zum Aufwach- 
sen der partiell-einkristallinen Emitterschicht eingebracht. Wahlweise werden eine homo- 
gen dotierte partiell-einkristalline Emitterterschicht oder zur Erhohung der Wachstumsrate 
dotierte und undotierte Bereiche der partiell-einkristallinen Emitterschicht im Wechsel 
abgeschieden. In einer bevorzugten Ausfuhrung wird die partiell-einkristalline Emitter- 

20 schicht auf Si-Substratwafern aufgebracht. In einer ebenfalls bevorzugten Ausfuhrung wird 
die partiell-kristalline Emitterschicht auf kommerziellen Si-Substratwafern oder auf kom- 
merziellen "silicon-on-insulator" (SOI)-Wafern sowie Si-Wafern mit homoepitaktischen 
Schichten und entsprechend dem Stand der Technik formierten Si-Basisstrukturen und Si- 
Kollektorstrukturen aufgebracht. Bevorzugt kommt die partiell-einkristalline Emitter- 

25 schicht in der Heterostruktur Si - Emitter / Si / Si y C Ny / Si- Substrat zum Einsatz. In einer 
anderen Ausfuhrung kommt die partiell-kristalline Emitterschicht in dreikomponentigen 
Materialsystemen der Art Si - Emitter / Si / Si x Ge y Cj. x _ y > Si x Ge y O,. x . y , mit den Parametern 
x,y im Bereich 0 < x,y < 1, auf Si Substraten zum Einsatz. 

30 In einer uberraschenden und auch fur den Fachmann nicht vorhersehbaren Art uiid Weise 
gelingt es dabei, in den Anfangsstadien sicher und homogen epitaktisches Wachstum zu 
stimulieren und damit vorteilhafte Grenzflacheneigenschaften zu erzeugen. Im nachfol- 
genden ProzeB kann je nach Wahl der Abscheidebedingungen das epitaktische Wachstum 
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fortgefuhrt oder zu polykristallinen/amorphen Wachstumsbedingungen iibergegangen und 
eine partiell-einkristalline Schichtfolge mit vorteilhaften Eigenschaften formiert werden. 



Die Merkmale der Erfindung gehen aufier aus den Anspriichen auch aus der Beschreibung 
5 und der Zeichnung hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils fur sich allein oder zu 
mehreren in Form von Unterkombinationen schutzfahiger Ausfuhrungen darstellen, fur die 
hier Schutz beansprucht wird. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im fol- 
10 genden naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1(a). - 1(c)- schematische Schnittansichten eines Ausschnittes aus der 

Vertikalstruktur eines Bipolartransistors, 
Fig. 2(a) ? 2(b) - analytische Mefiergebnisse und eine Strukturdarstellung der 
15 erfindungsgemaUen partiell-einkristallinen Emitterschicht die den 

Erfolg des Verfahrens illustrieren. 

In Fig. la ist ein Silizium wafer mit einem nach dem Stand der Technik erzeugten Schicht- 
stapel fur einen Heterobipolartransistor versehen. Der Schichtstapel besteht aus einer do- 

20 tierten Si-Puff erschicht 2 unmittelbar auf dem Si-Substrat 1 zur Formierung des Kollek- 
tors, einer Si x Ge y C Nx . y -Schicht 3 mit den Parametem x,y im Bereich 0 < x,y < 1, zur Bil- 
dung der Basis, einer epitaktischen Si-Deckelschicht 4 und einer polykristallinen Silizium- 
schicht zur Formierung des Emitters 5 versehen. Die kritische Grenzflache 6 zwischen der 
Si- Emitterschicht 5 und der epitaktischen Si-Deckelschicht 4 ist bei einer Schichtherstel- 

25 lung nach dem Stand der Technik mit Oxidresten und/oder starken Sauerstoffkontaminati- 
onen behaftet. Das fuhrt zur Bildung einer Vielzahl von Wachstumskeimen, die letztlich 
polykristallines Schichtwachstum bedingen. Die polykristalline Emitterschicht kann auch 
durch eine Si x Ge!. x -Schicht ausgebildet werden. Aufierhalb des gezeigten Ausschnittes 
kann die Schichtabscheidung als polykristalline Schicht auch uber entsprechend dem Stand 

30 der Technik erzeugten Nitrid- oder Oxidschichten oder uber anderen Schichtaufbauten 
erfolgen. 

Fig. lb zeigt schematisch denselben, nach der erfindungsgemaBen Losung erzeugten 
Schichtstapel, in dem die Grenzflache 6 nur durch eine geringe Kontamination mit Sauer- 
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stoffkonzentrationen von vorzugsweise kleiner als 1 x 10 15 cm ~ 2 gekennzeichnet ist und 
bei dem nach zunachst epitaktischem, einkristallinem Wachstum der Si-Emitterschicht 5 in 
spateren Wachstumsstadien kristallographische Defekte entstehen, die erst in einer deutli- 
chen Entfernung mit Ausbildung einer weiteren Grenzflache 7 in polykristallinem Wachs- 
5 turn der Si-Emitterschicht 5 enden. 

Fig.lc zeigt den Grenzfall einer vollstandig einkristallinen Emitterschicht 5 , wie sie bei- 
spielsweise bei Wachstum in Ultrahochvakuum (UHV) Systemen fur die Molekularstrah- 
lepitaxie (MBE) oder bei hohen Temperaturen und/oder in extrem sauberen Normaldruck- 
1 0 und Niederdruck - CVD - Anlagen herstellbar ist. 

Fig. 2a liefert mittels Sekundarionenmassenspektroskopie (SIMS) aufgenommene quantifi- 
zierte Arsen- und Sauerstoff-Tiefenprofile einer partiell-einkristallinen Si-Emitterschicht 5 
auf einem Si-Substrat 1 mit der Si-Deckelschicht 4 entsprechend dem erfindungsgemafien 
15 Verfahren. Erkennbar ist die geringe Sauerstoffkontamination der Grenzflache zwischen 
der As-dotierten partiell-einkristallinen Emitterschicht 5 und der Si-Deckelschicht 4 sowie 
die variierende As-Konzentration durch wechselweise dotiert und undotierte Abscheidung. 
Gleichzeitig wird ein fur geringe Emitterubergangswiderstande erforderliches hohes As- 
Konzentrationsniveau gehalten. 

20 

Fig. 2b zeigt in einer transmissionselektronenmikroskopischen Aufhahme eines Quer- 
schnittes durch die partiell-einkristalline Emitterschicht 5 mit den beiden Grenzflachen 6 
und 7 den Erfolg des Verfahrens zur Herstellung von Transistoren mit einer partiell- 
einkristallinen Emitterschicht 5. 

25 

Fur die erfindungsgemafie Herstellung der vertikalen Transistorstruktur kann eine kom- 
merzielle, industriekompatible LP-CVD-Anlage mit einer groflen Scheibenkapazitat, bei- 
spielsweise von mehr als 50 Wafern pro ProzeB, urspriinglich spezifiziert fur Abscheidun- 
gen von polykristallinem Silizium, eingesetzt werden. Dabei entsprechen sowohl die vo- 

n 30 rangehenden technologischen Schritte in der Transistorherstellung als auch die Lateral- 

struktur des Transistors dem Stand der Technik. Fiir die Herstellung der vertikalen Schicht- 

# folge in der Transistorstruktur, insbesondere die Erzeugung der partiell-einkristallinen E- 

mitterschicht 5, kommt das erfindungsgemafie Verfahren zur Anwendung. Vor der 
Einsteuerung der Wafer in die LP-CVD-Anlage erfolgt eine Waferreinigung auf der 
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Grundlage hydrofluoridhaltiger Losungsmittel. Die Lagerzeit der Proben nach der Atzung 
wird ohne spezielle Oberfachenpassivierung auf weniger als eine Stunde begrenzt. Die 
erfindungsgemaBe Losung kann auch in CVD Anlagen ohne Waferschleuse, die die Beluf- 
tung der Gesamtanlage vermeidet, zura Einsatz kommen. In diesen Fallen wird die Anlage 
erfmdungsgemaB einer intensiven Stickstoffspulung von mindestens 15 Minuten bei kal- 
tem Reaktor unterzogen. Nach einer erfindungsgemaBen Vortemperung von 1 min bis 
mehreren Stunden, vorzugsweise von 30 Minuten, bei moderaten Temperaturen im Bereich 
von 550 °C bis 1100 °C, vorzugsweise bei 700°C, unter Wasserstoff, kann erfmdungsge- 
maB bereits bei der Abkuhlung auf die Wachstumstemperatur im Bereich von 450 °C bis 
700 °C, vorzugsweise 550 °C, die Zuschaltung des Dotiergases fur die in-situ Dotierung 
der Schicht, vorzugsweise mit Arsen oder Phosphor, erfolgen. Bei Erreichen der Wachs- 
tumstemperatur erfolgt die Zugabe von Silan und der eigentliche Wachstumsprozefi setzt 
ein. Die Sauerstoffkontamination der Grenzflache 6 zwischen der Emitterschicht 5 und 
dem Silizium-Substrat 1 beziehungsweise der Si-Deckelschicht 4 wird erfmdungsgemaB 
auf eine eingebaute Sauerstoffdosis von kleiner als 5 x 10 15 cm" 2 , vorzugsweise kleiner als 
1 x 10 15 cm - 2 , begrenzt. Wahlweise lassen sich homogen dotierte Schichten bei relativ 
geringer Wachstumsrate unter 0,1 nm/min oder dotiert/undotierte Bereiche mit moderaten 
Wachstumsraten oberhalb 1 nm/min bis mehrere 10 nm/min abscheiden. 

Die Vorzuge des erfindungsgemaBen Verfahrens sind erkennbar. Durch die nahezu perfek- 
te Grenzflache 6 sind eine homogene Eindiffusion und ein geringer Ubergangswiderstand 
mQglich. Erkennbar ist in Fig. 2(b) auch die geringe Oberflachenrauhigkeit des Emitter- 
kontaktes, die deutlich geringer ausfallt als bei entsprechend dem Stand der Technik er- 
zeugten polykristallinen Emitterschichten mit groBen Kdmern. 

Die erfindungsgemaBe Losung liefert dariiber hinaus wesentliche weitere Vorteile: 
Durch die Ausbildung wechselweise dotierter und undotierter Bereiche kann nach zunachst 
einkristallinem Anwachsen die Schichtabscheidung bei gleicher Schichtdicke wesentlich 
verkurzt werden. Das fuhrt zu einer Verkiirzung des gesamten technologischen Ablaufes. 
Durch die Abscheidung der in-situ dotierten Emitterschichten 5 konnen nachfolgende Im- 
plantationen zur Emitter-Dotierung eingespart werden. 
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Ein weiterer Vorteil der Erfindung liegt zusatzlich darin, daB durch das Fehlen der konta- 
minationsbehafteten Grenzflache die Eindifftision des Dotanden homogenisiert wird, was 
sich ebenfalls in einer Verbesserung der elektrischen Parameter auBert. 

Im Vergleich zu komplett einkristallinen Emitterschichten 5 besteht die Moglichkeit, zu- 
satzliche Implantationen zu nutzen, ohne gravierend mit den fur einkristalline Materialien 
typischen Effekten der implantationsinduzierten Nichtgleichgewichtsdiffusion, der soge- 
nannten "transient-enhanced" Diffusion, konfrontiert zu sein. 

Die erfindungsgemaBe Losung eroffnet die Moglichkeit, den WachstumsprozeB mit einer 
selektiven, epitaktischen Abscheidung zu beginnen, wobei sich diese Schicht zunachst nur 
in den nicht mit Oxid bedeckten, geoffneten Fenstern abscheidet. Dabei wird der Hohenun- 
terschied zwischen der Si-Oberflache und der Oxidoberflache vermindert. Erst beim Um- 
schlag zum polykristallinen Silizium in den geoffneten Fenstern beginnt nichtselektives 
Schichtwachstum auf dem gesamten Wafer. 

Die erfindungsgemaBe Losung ermoglicht auch die Schaffung einer entsprechenden 
Schichtstruktur auf "silicon on insulator"(SOI)-Wafem. 

Der erfindungsgemaBe Transistor mit der partiell-einkristallinen Emitterschicht 5 und das 
Verfahren zu seiner Herstellung ermoglichen einen Einsatz in modemen Si x Ge y C,. x . y 
Technologien, mit den Parametern x,y im Bereich 0 < x,y < 1, die perspektivisch fur die 
Fertigung von modemen hochintegrierten Schaltkreisen fur mobile Kommunikation vorge- 
sehen sind . 



In der vorliegenden Erfindung wurde anhand konkreter AusfOhrungsbeispiele ein Verfah- 
ren zur Herstellung partiell-einkristalliner Emitterschichten 5 in Si / Si / Si x GeyCi. x . y - 
Heterostrukturen, mit den Parametern x,y im Bereich 0 < x,y < 1, erlautert. Es sei jedoch 
vermerkt, daB die vorliegende Erfindung nicht auf die Einzelheiten der Beschreibung in 
den Ausfuhrungsbeispielen eingeschrankt ist, da im Rahmen der Patentanspriiche Ande- 
rungen und Abwandlungen beansprucht werden. 
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1. Schichtstruktur fur Si-basierende bipolare Transistoren, dadurch gekennzeichnet, 
5 daB die Vertikalstruktur der Transistoren eine partiell-einkristalline Emitterschicht (5) 

enthalt, die oberhalb einer epitaktischen, einkristallinen Anwachsschicht in eine poly- 
kristalline und/oder amorphe Schicht umschlagt und in der Vertikalstruktur des Tran- 
sistors die partiell-einkristalline Emitterschicht (5) lokal mit diinnen Oxid- und/oder 
Nitridschichten unterlegt ist. 

10 

2. Schichtstruktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die partiell- 
einkristalline Emitterschicht (5) auf einer Si x Ge y C Nx _ y -Deckelschicht (4), einer Si- 
Pufferschicht (2) und einem Silizium-Substrat (1) mit den Parametern x,y im Bereich 
0 < x,y < 1 abgeschieden ist. 

3. Schichtstruktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Grenzflache (6) 
zwischen der partiell-einkristallinen Emitterschicht (5) und dem Unterbau durch eine 
geringe Sauerstoffkontamination mit einer Sauerstoffdosis kleiner als 
1 x 10 15 cm" 2 gekennzeichnet ist, 

20 

4. Schichtstruktur nach Anspruch 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens ein 
Teil der elektrisch aktiven Zone der partiell-einkristallinen Emitterschicht (5) durch ei 
ne Si x Ge y Ci_ x . y -Deckelschicht (4) mit den Parametern x,y im Bereich 0 < x,y < 1 ge 
bildet ist. 

25 

5. Verfahren zur Herstellung der Schichtstruktur fur Si-basierende bipolare Transistoren 
nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB 

- eine Lagerung der Proben nach einer Vorbehandlung der Oberflache des 
Siliziumsubstrats (1) mit hydrofluoridhaltigen Losungsmitteln und vor dem 

30 Einschleusen in einen CVD-Reaktor auf weniger als eine Stunde begrenzt wird, 

- eine Vortemperung der Proben im Temperaturbereich von 650 °C - 1 100 °C in 
wasserstoffhaltigen Gasen bei Temperzeiten im Bereich von 5 Sekunden bis 120 1 
Minuten vorgesehen ist, 
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ein Dotiergas bereits wahrend der Abkuhlung auf die Schichtwachstums- 
temperatur zugefuhrt wird und 

nach einer Abkuhlung auf die Schichtwachstumstemperatur eine partiell- 
einkristalline Emitterschicht (5) unter Zugabe von Silan und Dotiergas bei einer 
Temperatur im Bereich 450 - 700 °C aufgebracht wird, die zunachst einkristallin 
anwachst und dann in eine polykristalline und/oder amorphe Schicht umschlagt. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die partiell-einkristalline 
Emitterschicht (5) mittels chemischer Gasphasenabscheidung bei Niederdruck in ei- 
nem Vielscheibenreaktor aufgebracht wird. 

7. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB die partiell-einkristalline Emitterschicht (5) durch eine dotierte Si x Ge y Ci- x _ y - 
Schicht (3) mit den Parametern x,y im Bereich 0 < x,y < 1 gebildet wird. 

8. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Proben ohne eine Beliiftung der CVD-Anlage vor der Vortemperung in was- 
serstoffhaltigen Gasen einer intensiven Stickstoffspulung von mindestens 1 5 Minuten 
bei kaltem CVD-Reaktor unterzogen werden. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Schichtaufbau nach der Formierung der Si-Deckelschicht (4) und vor dem Abscheiden 
der partiell-einkristallinen Emitterschicht (5) weiteren technologischen Teilschritten, 
wie beispielsweise Oxidationen, Implantationen, Atzungen, Maskenteilschritte, unter- 
zogen wird. 

10. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
daB das einkristalline Wachstum der partiell-einkristallinen Si-Emitterschicht (5) bis 
zum Ende der Schichtabscheidung aufrechterhalten wird, so daB kein Umschlag zu po- 
lykristallinem/amorphem Wachstum erfolgt. 

11. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Dotierungselement fur die partiell-einkristalline Emitterschicht (5) As 
und/oder P ist. 
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12. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 5 bis 1 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafi mindestens ein Emitterdotand wahrend des CVD Abscheideprozesses zum Auf- 
wachsen der Emitterschicht (5) eingebracht wird. 

13. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 5 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Emitterdotand bereits beim AbkiihlungsprozeB und vor der Silanzugabe zum 
Aufwachsen der partiell-einkristallinen Emitterschicht (5) eingebracht wird. 

14. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 5 bis 13, dadurch gekennzeichnet, 
daB wahlweise eine homogen dotierte partiell-einkristalline Emitterterschicht (5) oder 
zur Erhohung der Wachstumsrate dotierte und undotierte Bereiche der partiell- 
einkristallinen Emitterschicht (5) im Wechsel abgeschieden werden. 

15. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 5 bis 14, dadurch gekennzeichnet, 
daB die partiell-einkristalline Emitterschicht (5) auf Si-Substratwafem aufgebracht 
wird. 



16. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB die par- 
tiell-kristalline Emitterschicht (5) auf kommerziellen Si-Substratwafem oder auf 
kommerziellen "silicon-on-insulator» (SOI)-Wafem sowie Si-Wafern mit homoepitak- 
tischen Schichten und entsprechend dem Stand der Technik formierten Si- 
Basisstrukturen und Si-Kollektorstrukturen aufgebracht wird. 

17. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 5 bis 16, dadurch gekennzeichnet, 
daB die partiell-einkristalline Emitterschicht (5) in der Heterostruktur Si - Emitter 
/ Si / Si y Ci. y / Si- Substrat zum Einsatz kommt. 

18. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 5 bis 16, dadurch gekennzeichnet, 
daB die partiell-kristalline Emitterschicht (5) in dreikomponentigen Materialsystemen 
der Art Si - Emitter / Si / Si x Ge y C,. x . y , Si x Ge y O,. x . y , mit den Parametem x,y im Bereich 
0 < x,y < 1, auf Si Substraten zum Einsatz kommt. 



13 

WO 01/17002 PCT/DE00/02491 



Schichtstruktur fur bipolare Transistoren und Verfahren zu deren Herstellung 

5 Die Erfindung betrifft eine Schichtstruktur fur bipolare Transistoren und ein Verfahren zu 
deren Herstellung sowie ein Verfahren fur auf dieser Grundlage hergestellten integrierten 
Schaltungen. Es soli eine Schichtstruktur fur bipolare Transistoren vorgeschlagen werden, 
mit Hilfe derer die elektrischen Eigenschaften und die Homogenitat bipolarer Transistoren 
verbessert werden. Insbesondere soil bei verringerten Emitteriibergangswiderstanden das 
10 Basisstromverhalten verbessert und das Rauschen reduziert werden sowie ein Verfahren 
zur Herstellung von bipolaren Transistoren mit einer solchen Schichtstruktur aufgezeigt 
werden. 

Erfindungsgemafi wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB die Vertikalstruktur der Transis- 
toren eine partiell-einkristalline Emitterschicht enthalt, die oberhalb einer epitaktischen, 
15 einkristallinen Anwachsschicht in eine polykristalline und/oder amorphe Schicht urn- 
schlagt und in der Vertikalstruktur des Transistors die partiell-einkristalline Emitterschicht 
lokal mit dunnen Oxid- und/oder Nitridschichten unterlegt ist. Das erfindungsgemaBe Ver- 
fahren zur Herstellung der Schichtstruktur fur Si-basierende bipolare Transistoren beruht 
darauf, dafi 

20 - eine Lagerung der Proben nach einer Vorbehandlung der Oberflache auf 

weniger als eine Stunde begrenzt wird, 

- eine Vortemperung der Proben vorgesehen ist, 

- ein Dotiergas bereits wahrend der Abkuhlung auf die Schichtwachstumstemperatur 
zugefuhrt wird und daB 

25 - nach einer Abkuhlung auf die Schichtwachstumstemperatur eine partiell- 

einkristalline Emitterschicht unter Zugabe von Silan und Dotiergas aufgebracht 
wird, die zunachst einkristallin anwachst und dann in eine polykristalline 
und/oder amorphe Schicht umschlagt. 

30 Hierzu Fig. la 
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PCT/DE00/02491 



I. With regard to the elements of the international application:* 
the international application as originally filed 
the description: 
pages 
pages 
pages 




, as originally filed 
, filed v^th'the demand 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



1-18 



, as originally filed 



_ , as amended (together with any statement under Article 19 
, filed with the demand 



the drawings: 
pages 

pages 

pages 



_, filed with the letter of 



1/3-3/3 



□ 

the sequence listing part of the description: 

pages- 

pages ~~ ~~~~™~ 

pages 



filed with the letter of 



y as originally filed 

filed with the demand 



filed with the letter of 



, as originally filed 

. , filed with the demand 



U ^ >-« of a nation furnished for the purposes of international search (under R ule 23 , (b)) ^ * 

LJ theI -8uageofp U blic a tionofth e i„t e r„ation a .a PP lication(u„derR U le483(b)) 

U ^gp. of the translation Wished for the purposes of international penary examination (under Rule 55, and/ 

| 3 ' jSW-l^ ^ the international apphcation, the international 

LJ contained in the international application in written form. 

U filed together with the international application in computer readable form 

LJ furnished subsequently to this Authority in written form. 

U furnished subsequently to this Authority in computer readable form 

^ intnXS ZIZSJSE&S^"* -~ - « - beyond the disclosure in the 

U beeVSS.^ inf °™ ti0n — - * -P* — * * identical to the written sequence listing has 

| 4- O ™ e amendments have resulted in the cancellation of: 

I — I the description, pages 

□ the claims, Nos. 



□ the drawings, sheets/fig _ 
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International application No. 


INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 


PCT/DE 00/02491 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) Claims 

Claims 

Inventive step (IS) Claims 

Claims 

Industrial applicability (IA) Claims 

Claims 

2. Citations and explanations 

See supplemental box. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/DE 00/02491 



Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 



Continuation of: V, VII and VIII 



Reference is made to the following documents: 



D3 



D4 



D5 



Dl: US-A-5 051 78 6 

D2: ABDUL-RAHIM A I ET AL: * Improved control of 
polysilicon emitter interfacial oxide using a 
UHV-compatible LPCVD cluster tool' IEEE 
MTT/ED/AP/LEO SOCIETIES JOINT CHAPTER UNITED 
KINGDOM AND REPUBLIC OF IRELAND SECTION. 1997 
WORKSHOP ON HIGH PERFORMANCE ELECTRON DEVICES 
FOR MICROWAVE AND OPTOELECTRONIC APPLICATIONS. 
EDMO (CAT. NO.97TH8305) , IEEE MTT/ED/AP/LEO 
SOCIETIES JOINT C, pages 232-236, XP002156028 
1997, New York, NY, USA, IEEE, USA 
ISBN: 0-7803-4135-X 

AGNELLO P D ET AL: ^CONDITIONS FOR AN OXIDE- 
FREE SI SURFACE FOR LOW-TEMPERATURE PROCESSING: 
STEADY-STATE BOUNDARY' JOURNAL OF THE 
ELECTROCHEMICAL SOCIETY, US, ELECTROCHEMICAL 
SOCIETY. MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE, Vol. 139, 
No. 10, 1 October 1992 (1992-10-01), pages 
2929-2934, XP000359004 ISSN: 0013-4651, cited 
in the application 

LIPPERT G ET AL: ^Optimized processing for 
differentially molecular beam epitaxy-grown 
SiGe(C) devices' PREPARATION AND 
CHARACTERIZATION, NL, ELSEVIER SEQUOIA, 
Vol. 321, No. 1-2, 26 May 1998 (1998-05-26), 
pages 21-25, XP004147888 ISSN: 0040-6090 
WEIR B E ET AL: » LOW- TEMPERATURE HOMOEPITAXY ON 
SI (111)' APPLIED PHYSICS LETTERS, US, AMERICAN 
INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, Vol. 59, No. 2, 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/DE 00/02491 



Supplemental Box 

(To b e used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 

Continuation of: V, VII and VIII 

8 July 1991 (1991-07-08), pages 204-206, 
XP000230501 ISSN: 0003-6951 

Boxes VIII and V 

The application does not meet the requirements of PCT 
Article 6 since Claims 1 and 10 are unclear. 

1.1 The expressions "polycrystalline and amorphous 
layer" and "epitactic, monocrystal accretion 
layer", used in Claim 1, are vague and unclear, 
leaving the reader uncertain as to the meaning of 
the technical features in question. As a result, 
the subject matter of this claim is not clearly 
defined (PCT Article 6) . 

Claim 1 indicates that "above an epitactic, 
monocrystal accretion layer changes into a 
polycrystalline and /or amorphous layer". Since it 
is unclear what the structure of a polycrystalline 
and amorphous layer is, a person skilled in the art 
is only given insufficient information about the 
claimed structure . 

In this respect, reference is made to Dl, which 
describes the structure of both polycrystalline and 
amorphous layers, these layers being so different 
that the structure of a polycrystalline and 
amorphous layer cannot be imagined with any 
certainty (cf. column 1, lines 15 to 40; column 2, 
lines 43 to 68; and column 6, lines 59 to 61) . 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/DE 00/02491 



Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 



Continuation of: V, VII and VIII 



Moreover, for the following reasons, the definition 
"an epitactic, monocrystal accretion layer changes 
into a polycrystalline layer" does not give a 
person skilled in the art any clear information 
about the claimed structure. D2 states that crystal 
lattice defects are also present in relatively high 
concentrations, in different forms and to different 
extents in epitactic, monocrystal accretion layers 
even if the boundary surface is almost perfect (D2, 
Figure 3, and "Results and discussion", second and 
sixth paragraphs; or D4, abstract). 

Therefore it is not absolutely clear which 
properties the claimed layer combination is 
intended to have. 

1.2 Moreover, the following paragraphs indicate that 

this definition is not suitable for differentiating 
the invention from the searched prior art: 

D2 (see Figure 3 and the associated text) discloses 
an emitter layer structure for Si-based bipolar 
transistors which locally has a thin oxide layer; 
see Figure 5, "broken interface". The epitactic 
layer is recrystallized from a polycrystalline 
layer, said recrystallization beginning in the 
region of the boundary surface (see page 234, 
second paragraph) . it can therefore be assumed that 
there must be a delimitation between the two 
layers, at least when the structure is tempered to 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/DE 00/02491 



Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 

Continuation of: V, VII and VIII 

different degrees (see D2 "emitter drive-in") or in 
the region of the surface where a region of 
transition to a polycrystalline or amorphous 
structure must automatically be produced; see D5, 
Figure 4 and the associated text (PCT Article 33(2) 
and (3) ) . 

Moreover, reference is made to D3 (see "Results and 
Discussion") , a delimitation having to arise 
between an epitactic and a polycrystalline layer 
when the boundary surface is contaminated in 
certain ways (PCT Article 33(2) and (3)). 

Owing to these objections, a product claim does not 
appear to be possible since the additional features 
in Claims 2 to 4 can be derived directly from Dl to 
D4. 

1.3 The method claimed in Claim 10 requires no change 
to polycrystalline/amorphous growth, which is 
inconsistent with the product in Claim 1 (PCT 
Article 6) . 

Therefore this claim should be deleted. 

2. The method claimed in Claim 4 is neither known from 
nor suggested by the available prior art. It is 
therefore proposed that a new independent method 
claim be drafted; see Claims 1 and 5. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/DE 00/02491 



Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 
Continuation of: V, VII and VIII 

Box VII 

Contrary to the requirements of PCT Rule 
5.1(a) (ii), the description did not cite Dl, D2 and 
D4 and it did not briefly outline the relevant 
prior art contained therein. 
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Der Antrag isf bei der zustandigen mil der internationalen vorlaufigen Priifung beauftragten Behdrde oder. wenn zwei oder mehr Behorden zustandig sind, hex der 
vom Anmelder gewdhlten Behdrde einzureichen. Der Anmelder kann den Namen oder den Zweibuchstaben-Code der Behdrde aufdernachstehenden Zeile angeben. 
IPEA/ 



PCT 



KAPITEL II 



ANTRAG AUF INTERNATIONALE VORLAUFIGE PRUFUNG 

. nach Artikel 3 1 des Vertrags iiber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens: 
Der (die) Unterzeichnete(n) beantragt (beantragen), daft fur die nachstehend bezeichnete internationale Anmeidung 
die internationale vorlaufigc Priifung nach dem Vertrag iiber die internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Patentwesens durchgefuhrt wird und benennt hiermit als ausgewahite Staaten 
alie auswahlbaren Staaten (soweit nichts anderes angegeben). 
Von der mit der internationalen vorlaufigen Priifung beauftragten Behdrde auszufulien 



Bczcichnung der IPEA 



Eingangsdarum des ANTRAG S 



Fcld Nr. I KENNZEICHNUNG DER INTERNATIONALEN ANMELDUNC 


Aktenzeichen des Anmelders oder An waits 
IHP!185.PCT 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE00/02491 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
28.07.2U00 


(Friihester) Prioritatstag (Tag/Monat/Jahr) 
26.08.1999 



Bczcichnung der Erfindung 

Schichtstruktur fur bipolare Transistoren und Verfahren zu deren Herstellung 



Fcld Nr. II ANMELDER 



Name und Anschrift: (Familienname. Vontame: bei juristischen Personen voilstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Posfleitzahl und der Name des Staats 
anzugebcn.) 

Institut fur Halbleiterphysik 
Frankfurt (Oder) GmbH 
Im Technologiepark 25 
D-1 5236 Frankfurt (Oder) 
Deutschland 


Telefonnr.: 


Telefaxnr.: 


Fernschreibnr.: 


Staatsangehorigkeit (Staat): 
Deutschland 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
Deutschland 



Name und Anschrift: (FamUienname, Vorname: bei juristischen Personen ivllstondige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Pastlcitzahl und der Name des Staats anzugebcn.) 

Morgenstern, Thomas 
Warschauer Strafie 40 
D-1 5236 Frankfurt (Oder) 
Deutschland 



Staatsangehorigkeit (Staat): 

Deutschland 



Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
Deutschland 



Name und A nsch ri ft: (Famiiienaamc, Vorname; beijtiristischen Personen xvllstandige amtliche Bezeichmtng. Bei der Anschrift sind die Pustleitzahl und der Nam e des Staats anztigeben.) 

Ehwald, Karl-Ernst 

Pflaumenallee 17 

D-1 5234 Frankfurt (Oder) 

Deutschland 



Staatsangehorigkeit (Staat): 
Deutschland 



Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
Deutschland 



X Wcitcrc Anmelder sind auf eincm Forlsctzungsblatt angegeben. 



Formblatt PCT/IPEA/401 (Blatt I ) (Juli I998) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsfornwlat 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE00/02491 



Fortsctzung von Feld Nr. II ANMELDER 


IVird keines der folgenden F elder benutzt, so soltte dieses Blatt dent Antrag nicht beigefilgt wcrden. 


Name und Anschrift: (Familienname. Vorname; bei juristischen Personen volhtandige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.) 


Bugiel, Eberhard, Dr. 
Fischerstrafce 45 
D-15230 Frankfurt (Oder) . 
Deutschland 




Staatsangehorigkeit (Staat): 
Deutschland 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 
Deutschland 


Name und Anschrift: (Familienname. Vorname: bei juristischen Personen volhtandige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.) 


Heinemann, Bernd, Dr. 
Schalmeienweg 29 
D-1 5234 Frankfurt (Oder) 
Deutschland 




Staatsangehorigkeit (Staat): 
Deutschland 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 
Deutschland 


Name und Anschrift: (Familienname. Vorname: bei juristischen Personen volhtandige 


amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.) 


Knoll, Dieter, Dr. 
Uferstrafte 7 

D-15230 Frankfurt (Oder) 
Deutschland 




Staatsangehorigkeit (Staat): 
Deutschland 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
Deutschland 


Name und Anschrift: (Fam iliennanw. Vorname: bet juristischen Personen volhtandige amtliche Bezeichnung, Bei der A nscbrift sind die Postle itzahl und der Name des Staats anzugeben.) 


Tiilack, Bernd, Dr. 

Akazienweg 10 

D-1 5234 Frankfurt (Oder) 

Deutschland 




Staatsangehorigkeit (Staat): 
Deutschland 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
Deutschland 


| | Weitere Anmelder sind auf einem zusatzlichen Fortsetzungsblatt angegeben. 



Formblatt PCT/I PEA/40 1 (Fortsetzungsblatt) (Juli 1 998) Siehe Anmerktmgen zu diesem Antragsformular 



BlattNr. . 3 . 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE00/02491 



Feld Nr. Ill AN WALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODERZUSTELLANSCHRIFT 



Die folgcnde Person ist |X| Anwalt Q | gemeinsamer Vertreter 

und \X I ist vom ( von den ) Anmelder(n) bereits friiher bestellt worden und vertritt ihn (sie) auch fur die international vorlaufiee 
Priifung. 

I I wird hiermit bestellt; eine ctwaige friihere Bestellung eines Anwalts/gemeinsamen Vertreters wird hiermit widerrufen. 

I I wird hiermit zusatzlich zu dem bereits friiher bestellten Anwalt/gemeinsamen Vertreter, nur fur das Verfahren vor der 
I — ' mil dcr internationalen vorlaufigen Priifung beauftragten Behorde bestellt 



Name und Anschnft: (Familienname. Vomame; bet jurist ischen Pcrsonen vollstandige amrliche 
Bezeichmtng. Bex der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats 
anzugeben.) 

Heitsch, Wolfgang 
Europaischer Patentvertreter 
Gohlsdorfer Strafie 25 g 
D-14778 Jeserig 
Deutschland 



Telefonnr.: 

033 207/51138 



Telefaxnr.: 
033 207 / 32898 



Fernschreibur.: 



□ ZustcIIanschrift: Dieses Kastchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt 
dessen im obigen Feld einc spezielle Zustellanschrift angegeben wird. 



Feld Nr. IV GRUNDLACE DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN PRUFUNG 



Erklarung betrefTend Anderungen:* 

1 . Der Anmelder wunscht, daB die internationale vorlaufige Priifung auf der Grundlage 
I | der internationalen Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung 
der Beschreibung | | in der urspriinglich eingereichten Fassung 

I ~] unter Beriicksichtigung der Anderungen nach Artikel 34 

dcrPatcntanspriiche | | in der urspriinglich eingereichten Fassung 

| | unter Beriicksichtigung der Anderungen nach Artikel 19 
(ggf. zusammen mit Begleitschreiben) 

| 1 unter Beriicksichtigung der Anderungen nach Artikel 34 

dcrZeichnungen | | in der urspriinglich eingereichten Fassung 

1 1 unter Beriicksichtigung der Anderungen nach Artikel 34 

aufgenommen wird. 

2. | | Der Anmelder wunscht, daB jegliche nach Artikel 19 eingereichte Anderung der Ansprtiche als iiberholt angesehen wird. 

3. | | Der Anmelder wunscht, daB dcr Beginn der internationalen vorlaufigen Priifung bis zum Ablauf von 20 Monaten ab dem 

Priori tatsdatum aufgeschoben wird, sofcrn die mit der internationalen vorlaufigen Priifung beauftragte Behorde nicht eine 
Kopic nach Artikel 19 vorgenommener Anderungen oder eine Erklarung des Anmelders erhalt, daB er keine solchen 
Anderungen vomehmen will (Regel 69.1 Absatz d). (Dieses Kastchen darf nur angekreuzt werden, wenn die Frist nach 
Artikel 19 noch nicht abgelaitfen ist.) 

* Wenn kein Kastchen angekreuzt wird, wird mit der internationalen vorlaufigen Priifung auf der Grundlage der internationalen 
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung begonnen; wenn eine Kopie der Anderungen der Anspriiche nach Artikel 1 9 
und/oder Anderungen der internationalen Anmeldung nach Artikel 34 bei der mit der internationalen vorlaufigen Priifung 
beauftragten Behorde eingeht, bevor diese mit der Erstellung eines schriftlichen Bescheids oder des internationalen vorlaufigen 
Prufungsberichts begonnen hat, wird jedoch die geanderte Fassung verwendet. 



Sprache fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Priifung: ^.®y*?.9.f?. 

1 Xl dies ist die Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht wurde. 

1 | dies ist die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht wurde. 
| | dies ist die Sprache der VerofTentlichung der internationalen Anmeldung. 

| | dies ist die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Priifung eingereicht wurde/wird. 



Feld Nr. V BENENNUNG VON STAATEN ALS AUSGEWAHLTE STAATEN 



Dcr Anmelder benennt hiermit als ausgcwahltc Staatcn allc auswahlbareh Staaten (das heifit. alio Staatcn. die hestimmt mirden und 
durch Kapitcl I! gebunden sind) 

mit Ausnahme der folgenden Staaten, die der Anmelder nicht benennen mochte: 



Formblatt PCT/I PEA/40 1 (Blatt 2) (Juli 1998) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



Blatt Nr. 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE00/02491 



Feld Nr. VI KONTROLLISTE 



Dem Antrag liegen folgende Unterlagen fur die Zwecke der intemationalen vorlaufigen 
Prufung in der in Feld Nr. IV angegebenen Sprache bei: 



1 . Obersetzung der intemationalen Anmeldung 

2. Anderungen nach Artikel 34 

3. Kopie (oder, falls erforderlich, Obersetzung) 
der Anderungen nach Artikel 19 

4. Kopie (oder, falls erforderlich, Obersetzung) 
einer Erklarung nach Artikel 19 

5. Begleitschreiben 

6. Sonstige (einzeln auffuhren) 



Blatter 
Blatter 

Blatter 

Blatter 
Blatter 
Blatter 



Von der mit der intemationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde auszufulleri 



erhalten 

□ 
□ 

□ 

□ 
□ 
□ 



nicht erhalten 

□ 
□ 

□ 

□ 
□ 
□ 



Dem Antrag liegen auBerdem die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: 

1 . [g Blatt fur die Gebuhrenberechnung Q Begriindung fur das Fehlen einer Unterschrift 

2. [^] unterzeichnete gesonderte Vollmacht 

3. 1 I Kopie der allgemeinen Vollmacht; 
■ — ' Aktenzeichen (falls vorhanden): 



5. I I Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz- 
' ' protokoll in computerlesbarer Form 

6. sonstige (einzeln auffuhren): 



Feld Nr. VII UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS, ANWALTS ODER GEMEINSAMEN VERTRETERS 



Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht aus 
dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. 



/ 




Heitsch, Wolfgang 



15. Marz 2001 



Von der mit der intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde auzufullen 



1 . Datum des tatsachlichen Eingangs des ANTRAGS: 



2 . Geandertes Eingangsdatum des Antrags aufgrund von 
BERJCHTIGUNGEN nach Regel 60.1 Absatz b: 



3 I — I Eingangsdatum des Antrags NACH Ablauf von 19 Monaten ab I I 

I 1 Prioritatsdatum; Punkt4und Punkt 5, unten, findenkeine Anwendung. ' — ' 



Der Anmelder wurde 
entsprechend unterrichtet 



^ Eingangsdatum des Antrags INNERHALB 1 9 Monate ab Prioritatsdatum wegen Fristverlangemng nach Regel 80.5. 



5 I 1 Das Eingangsdatum des Antrags 1 iegt nach Ablauf von 1 9 Montaten ab Prioritatsdatum, der verspatete Eingang ist aber nach 

' — I Regel 82 ENTSCHULDIGT. 



Vom Intemationalen Buro auszufullen 



Antrag vom IPEA erhalten am: 



FormblattPCT/iPEA/401 (letztes Blatt) (Jul i 1998) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



